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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Einrichtung zum Prufen einer Halbleiteranordnung und Verfahren zum Kalibrieren der Einrichtung 

(§) EIn Kalibrierverfahrcn zum Kalibrieren einer Ausgabe- 
zeit eines Prufsignals fur eine Halbleiterprufeinrichtung, 
die einen Sockel (50) aufweist, auf dem eine Halbleiteran- 
ordnung (20) montiert wird, wobei der Sockel (50) einen 
ersten SockelanschlufS (12) besilzt, der ausgebildet ist, 
das zu verwendende Prufsignal zum Prufen der Halblei- 
teranordnung (20) zuzufuhren, und die Halbleiterprufein- 
richtung einen Treiber (76) aufweist, der das Prufsignal an 
den ersten Sockelanschlufi (12) ausgibt, wobei das Kali- 
brierverfahren mit folgenden Schritten arbeitet: 
einem Montageschritt, bei dem auf den Sockel (50) eine 
Prufplatine (10) montiert wird, deren AnschluBanordnung 
einer Anschluf^anordnung der Halbleiteranordnung (20) 
entspricht; 

einem Prufsignal-Erzeugungsschritt, bei dem das Prufsi- 
■ gnal unter Verwendung des Treibers (76) erzeugt wird; 
B einem Prufsignal-Erfassungsschritt, bei dem das Prufsi- 
gnal erfaSt wird, das die Prufplatine (10) erreicht hat; und 
einem Ausgabezeit-Einstellungsschritt, bei dem die Aus- 
gabezeit des Prufsignals auf der Grundlage des im Prufsi- 
gnal-Erfassungsschritt erfaf^ten Prufsignals eingestetit 
wird. 
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fJcschrcibung enisprechende Durchgangsbohrungen 59 gestecki und ver- 

lotet. In den jiingsten Jahren hat die Anzahl von AnschluB- 

Dic vorIict!cndc lirlimiung bc/.ichi sich auf eine Einrich- beinen, die an Halbleiteranordnungen verwendet werden, 

liin^ /.inn IViilen cincr lliilblcilcranordnung (lemere wird zugenominen. Daher wird es schwierig, die MeBspitze eines 

audi als "1)111" Idcvicc under lest] bczeichnet und ist zum 5 Oszilloskops oder dergleichen mit dem ersten Sockelan- 

BcispicI cin inicL'ricncr Sclialikrcis odcr dergleichen) und schluB 12 des Sockels 50 genau in Kontakt zu bringen. Zum 

insbcs<>niicrc aiil cine Kalibricrcinrichlung fur die Halblei- Losen dieses Problems wird ein Verfahren vorgeschlagen, 

tcn^rulcinriclmiiii: sou ic cin Verfahren zum Kalibrieren der bei deni der Sockel 50 von der Halbieiieranordnung 20 ent- 

I lalblciicn^riifcinric hiunv: femt wird und die MeBspilze unmittelbar mit der Sockelpla- 

10 tine in Kontakt gebracht wird. 

2. I icw I irc i bun i: dcs Siandcs der Technik Fig. 4 ist eine Draufsicht auf die Sockelplatine 60. In der 

Sockelplaline 60 sind Durchgangsbohrungen 56 zum Ein- 

Kig. 1 isi cine Schniiidarsicllung ciner herkommlichen stecken der Stifle 52 und 54 des Sockels 50 und Durch- 

Tlalblcilcrprulcinrichiuni:. IX-r IVufkopf 70 lieferl ein Pruf- gangsbohrungen 59 zum Einstecken und Verloten der Ko- 

signal /urn Icsicn ilcr halbieiieranordnung 20 und emp- 15 axialkabel 62 und 64 ausgebildet. Ferner sind auf der Ober- 

langi cin von tier I lalr^lcjicnniTilnung 20 abgegebenes Aus- seite der Sockelplatine 60 eine Masseflache (GND) und eine 

gangssii^nal. Aui »lcni IVuiVo[M 70 isi cine I^istungsplatine Spannungsversoigungsflache (VDD) ausgebildet. Die Halb- 

66 moniicrt, die ubvr K.»a\i.ilkuKI 62 und 64 Signalc zum Icitcrprufcinrichtung kann kalibricrl wcrdcn, indcm die 

PrulVopi 70 uK-rriiLt :>.i^ K:.»a\iulLabcI 62 ubertragt das MeBspitze des Oszilloskops mit der Sockelplatine 60 in 

Prufsii!nal von ilcr ! riMun;:splaiinc 66 /.u ciner Sockelpla- 20 Kontakt gebracht wird. 

tine 60. Das KoavijIk.iK l hi uS.-nravM auch das Ausgangs- Fig, 5 zeigt eine Situation, in der die MeBspilze 44 mit der 

signal von der Si vkclpl.nifK 6i» /itr I cistungsplatine 66. Auf Sockelplatine 60 in Kontakt steht. Die MeBspilze 44 besitzt 

der Stx:kc!plaiinc 60 isi cwi N v kcl 50 inoniicrt. Das Prufsi- einen SignalanschluB 40 und einen MasseanschluB 42. Zu- 

gnal wiril ilcr Ilalblcncrunf *liujnv 2l> uhcr einen Suft 52 nachst wird der Sockel 50 von der auf der Prufeinrichtung 

um\ ciricn crsicn S»vkc.uiiM.h ul. 12 ilo SiKkcls 50 zuge- 25 niontierten Sockelplatine abgenomnien. Dann wird der Si- 

fiihri. Das Ausganjissiirnul uii- tkr lljlhlciicranordnung 20 gnalanschluB 40 der MeBspitze 44 mil der Sockeldurch- 

wird ubcr cine /wciicnS-vlclunwhlol*. 14 und einen Stift 54 gangsbohrung 56 in Kontakt gebracht. Danach wird der 

emplangcn. MasseanschluB 42 mit der Masseflache der Sockelplatine 60 

Der lYulkopl 70 K.'sit/i IrciK-r 76 «76A und 76B) zum in Kontakt gebracht. Auf diese Wei se wird ein an der Durch- 

lir/cugcn von PnilsiL'njIcn. rctbcr\cr/i>>;crungsschaltun- 30 gangsbohrung 56 Uegendes Signal gemessen. Wenn jedoch 

gen 78 (78A und 7Xh i /.im Vvr a vcm der \on den Treibem die Masseflache nicht in der Nahe der zu messenden Durch- 

76 cr/eugicn Prulsijinaic. XO <80A und SOB) gangsbohrung liegt, muB die mit dem MasseanschluB 42 

zum HnipfungcM des /\iis^M>x:^^i}.^^S.s, und Vcrgleicherver- verbundene Erdungsleitung der MeBspitze 44 lang sein. In 

zogcrungsschaliungcn X2 «K2 \ uivl K2H> zum Verzogem diesem Fall wird die wahrend der Messung herrschende Lei- 

der Zeii,zu der die Vcrjilcu tK- Wi dus Ausgangssignal aus- 3.5 tungsimpedanz groB. Da die Halbleiteranordnungen 20 in 

geben, nachdem sic cs cfnpunjrcn h^bcn. Das Priifaus- denjungsten Jahren immerschneller werden, mussen sie mit 

gangssignal ledes TrciKTs 71* vkird uriicr Vcrwendung eines zunehmender Genauigkeit geprufl werden, Deshalb muB 

MeBgeriiis, zum HcispicI crvs < K/!ll»»ski^ps, gemesscn. Die auch die Halbleiterprufeinrichtung mit hoherer Genauigkeit 

durch die rreibcrvcr/.OL'criin^ xs^tialiungcn 78 gegebenen kalibrierl werden. Wenn jedoch bei der Messung des Priifsi- 

Verzogcrungszeiicn wcrdcn N.»cin>:cviclli. liaB die Ausgabe- 40 gnals die Leitungsimpedanz hoch ist, kann die Halbleiter- 

zcilcn, zu dcncn die PriilsipnaJc uux tk:n Treibern ausgege- prufeinrichtung nicht genau kalibriert werden, 

ben werden, iiberoinstiiunicn .^-1111 k^xincn zwischen den Die Signalflache und die Masseflache sind auf der Lei- 

Treibern 76 bcslchcntic u Ci hN* lx4-inLV /vil vcrseizungen be- stungsplatine 66 nebeneinander angeordnet. Daher kann die 

seitigt wcrdcn. AuBcnicni k.^invn /uischcn den Verglei- Leitungsimpedanz fur das Signal reduziert werden, indem 

chem 80 beslehcnde wcchscl vchilc /vii vcrseizungen besei- 45 der Sockel 50, die Sockelplatine 60 und die Koaxialkabel 62 

tigt werden, indem die durch die \*crj:Icicherverzogerungs- und 64 entfemt werden und die MeBspitze in unmittelbaren 

schaltungcn 82 gegebenen Vcr/o^'cnjngsyA:ilen eingestellt Kontakt mit der Leistungsplatine 66 gebracht wird. In die- 

werden. sem Fall erscheint jedoch der EinfluB der Induktivitat und 

Fig, 2(a) ist eine Draufsiclii aut die 1 lalblciteranordnung der erdfreien Kapazitat des Sockels 50, der Sockelplatine 60 

20, Fig. 2(b) ist cine Slimansivhi »Wr Halbieiieranordnung 50 und der Koaxialkabel 62 und 64 nicht im Priifsignal. Des- 

20. Die hier gc/cigie ll:ilbk-iu r.tn.*r*innnj^^ 20 ist vom halb kann die Halbleiterprufeinrichtung nicht im eigentli- 

TSOP-Typ. Sie kann abcr vom ijW- ^\\^:r lUiA-Typ sein. chen Prufzustand genau kalibriert werden. 

Halbleiteranordnungen vcrNchiokn*.r Uiiuari kCinnen ge- Fig. 6 zeigt ein weiteres herkommliches Verfahren zum 

priift werden, indem fiir Jcdc der \crNchic*k:ncn Halbleiter- Kalibrieren der Halbleiterprufeinrichtung. Bei dieser Aus- 

anordnungsbauformen ein cigcncr Sivkcl 50 hergerichtet 55 fuhrungsform hegen ein Vergleicher 80 und eine program- 

wird. Die Halbieiieranordnung 20 hui cin Halblciieranord- mierbare Last 180 parallel zum Treiber 76. Durch geeignele 

nungs-EingangsanschluBbcin 22 /uni liingcbcn eines Si- Einstellung der programmierbaren Last 180 kann ein ge- 

gnals und ein Halbleiteranordnuncv- AusgangsanschluBbein wunschter Lastwert an den Treiber 76 gelegt werden. Die 

24 zum Ausgeben eines Signals. Dicsc AnschluBbeine ste- Halbieiieranordnung 20 wird aus dem Sockel 50 entfemt, 

hen mit dem ersten Sockelanschliii; 12 b/.w. dem zweilen 60 und der Treiber 76 gibt ein Priifsignal aus. Das Prufsignal 

SockelanschluB 14 in Konlakl. wird dann vom oberen Ende des Sockels 50 reflektiert und 
Fig. 3 ist eine Schniiidarstcllunj: des S^vkels 50 und der dem VergleicherSO zugefuhrt. Die Signaliibertragungsdauer 

Sockelplatine 60, au!" der der S*vkcl 541 monticrt ist. Beim voni Treiber 76 zum Sockel 50 kann gemessen werden, in- 

Montieren des Sockels 50 aul ilcr S» vkclplutinc 60 cntlang dem die 2:eitspanne tl, die das Prufsignal benotigt, um vein 

der Sockclfuhrung 58 der Stx:kclpl jiinc 64^ wcrilcn die Stiftc 65 Treiber 76 ubcr das obcrc Endc des Sockels 50 zum Vcrglci- 

52 und 54 des Sockels 50 in cntsprcchcndc Durclijiangsboh- cher 80 zu gelangen, durch zwei geteilt wird. 

rungen 56 der Sockelplatine 6<i gcsicvki. AuL>crdcni werden Fig. 7 zeigt eine weitere Ausfuhrungsform der herkonim- 
die Drahtseelen der Koaxialkabel 62 und 64 von unten in lichen Halbleiterprufeinrichtung. Wie in Fig. 7 gezeigt, sind 
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an jcdcni Siifi dcs Sockels 50 xwei Koaxialkabel ange- 
schlosscn. Sclbsi wcnn cin Prufsignal erst nach Entfemen 
(icr lTalblciicranc)r<inung 20 erzeugt wird, wird in diesem 
das Priilsignal /.uni Vergleicher 90 iibertragen, ohne 
ViMii Sivkcl 50 rcllckiicrl worden zu sein. Daher kann die 5 
/ciiilaucr dcr Signalubcriragung voni Treiber 76 zuni Sok- 
kcl 50 nichi gcnicsscn wcrden. 

Ki}>. S isi cin MuLHliagraniiTU das ein herkommliches Ka- 
li hricr\'crrahrcn /cigL Xunachsi wird die MeBspitze 44 mit 
dcr DurclivraniisK^lirung 56 dcr Sockelplatine 60 und mit der lO 
Masscllac-lic <iNl), wclchc die MeBpunkte darslelien, in 
K'UiLiki ^'cbrachi iS.^()2). Als nachsies erfolgen 2^iMnes- 
suni: und Kalibricmn^ (S3 10). Das heiBt, der zeitliche Ver- 
laut dcv Ansiic^s *vicr Ablalls der Kurve des von eineni 1- 
K.inal Trcibcr aus^'cj:cbcncn Priifsignals wird gemessen, 15 
uni Kalnncmn^Silaicn /.u gcwinncn. Als nachsies wird der 
Sollvcn *lcr rrcibcr>cr/oj!crungsschaliung 78 auf den An- 
raiij:H\*cn j!csci/i. und cin IVulsignal wird untcr cincr vorgc- 
^»cbv'ncn Antptitudcnbcdin^ung crzcugl (S3 12). Als nach- 
sies utrd *Wf /cillictK* Vcrlaul dcr anstcigenden Kurve des 20 
I*rulMi:"-ds V''*'*'^"^'^'"' iJ"** Trcibcr 76 wird zusanimen 
mil *lcr uriNicjccndcn Kur\'cnTonii kalibriert (S3 14). Als 
niichMcv u ifil ilcr /cu lidic Vcrlaufdcr abfallenden Kurven- 
ti>nii tIcN I Yiilsjcnals ^'cn lessen, und dcr Treiber 76 wird zu- 
sariintcn iitii dcf abLillciulcii Kurvcnl'onii kalibriert (S3 16). 25 

Hr. /ci^i die Kur>'c dcs Priifsignals, die in dem den 
/ciivcfljul criaxwrulcn Schriil S3 10 gemessen wird. Die 
Kurxc S«» lic^:! iin Rdcrvn/./cilpunkl lo auf einem Niveau 
von ^tfi. Die Kurxc SI Iic>!! iiii Rcfcrcnzzeilpunkl tl auf ei- 
nem Niveau vv»n My * . Die Kurve 52 licgt im Referenzzcil- 30 
punki i2 aiil cmeiii Niveau \on ^iV'/f . Die tJbergangsdauer 
wiri! durch die Nei^Hiri^ ties Ansiiegs odcr Abfalls der Kurve 
ilar^esielli. Die niclircrcM rfcibcr76dcs Priifkopfs 70 wcr- 
den v> cm^csicMi. tlali sic Sij;nalc init cincr Ubergangsdauer 
vt>n 5(M» Pie*>Nekunt!enAA»h (" wcnigcr als 10%) ausgebcn. 
Ini Sehriii S3 14. in dcin tlic ansicigcnde Flanke gemessen 
wird. wird wic in Ki|». •>( b» gczcigl die Vcrzogcrungszeii 
allcr ilcn Trcihcrn 76 cni spree he ndcn Treibcrvcr/ogcrungs- 
schaliunycn 7K m» cingcstcMi. daB die /eilpunktc ll und l2 
auf ilcn /jciipunki ii> vcrschi^bcn wcrden. Auf diese Weise 40 
wcrden die lueliicrcn 'rrcilx:r 76 kalibricn. Infolgc dicser 
Vcrsehiebung ucrdcn tlic S«>llwcnc, mil dcncn die Vcrzogc- 
rungszeii span ncn tier Trciberver/ogcrungsschaltungcn 78 
criiolil *\lcr abgcscnki ucnicn. als Kalibrierungsdatcn ge- 
wonncn. Wenn dcr Widerstandswert dcs Signalanschlusscs 45 
40 der McUspilzc 44 unil dcr Widerstandswert der Durch- 
gangsbohmng 56 tier S<.H;kclplatinc 60 aufgrund von Siaub 
odcr dcrglcichcn hivh sind, sinki der Signalpegcl des Priif- 
signals unicr . In cincni solchcn l-all kann leicht fcsige- 
stclli wcrden, daB cin Konlaktfchlcr voriicgt. 50 

Fij». 9(c) zcigl die Kiirvc tics PriifsignrHs fiirdcn Fall, daB 
cin K<iniakifchlcr zwisclicn dciii MasscanschluB 42 der 
McBspit/.e 44 und dcr Masscllachc GND voriicgt. Die 
Kurve S4 ist cin Bcispicl fiir den I'all. daB der Masscan- 
schluB 42 dcr Me lis pi I zc 44 und die Masse Mac he GND nichi 55 
luiteinandcr verbundcn sind. Die Kurve S6 ist ein Bcispicl 
fur den 1-alL daB cin hohcr Kontakt widcrstand zwischen 
dcni MasscanschluB 42 dcr McBspitzc 44 und der Masscfla- 
che (iND bcsiehl. Die Kur\en S4 und S6 sind gerundei und 
verzem. Jedoch wird liir die bciden Kurven S4 und S6 das 60 
Erreichen des 50%-Niveaus erfuBt, wie bei der noniialen 
Kur\'c So. In diesent I'al! wird bei der DurchfOhrung der Ka- 
libricrung dcr Koniakilchlcr iibcrschen. Da die Kalibricrung 
nicht iru richiigcn Zcitpunki durchgetuhrt wcrden kann, be- 
stchi die Moglichkcit, daB cine falschc Kalibricrung crfolgt. 65 
Zuni Bcispicl licgl bei dcr Kurve S6 cin Zcitversatz e2 ge- 
geniiber dcr noniialen Kurve So vor. Ferner licgt bei der 
Kurve S4 ein Zcitversatz el gegcnuber der noniialen Kurve 
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So vor, Daher werden die Treiber 76 mil einem falschen 
Z^eitverlauf kalibriert. Wenn die Kalibricrung bei Anwesen- 
heit eines Zeitversatzes erfolgt, verschlechtert sich die Ge- 
nauigkeit. oder VerlaBlichkeit. des Kalibriervorgangs. 

Als Verfahren zum Priifen auf Kontakt fehler isL es be- 
kannt, den Gleichstromwiderstand am Kontaktpunkt zwi- 
schen der MeBspitze 44 und der Sockelplatine 60 zu messen. 
Dieses Verfahren kann verwendet werden, um einen Kon- 
laktfehler zwischen dem SignalanschluB 40 der MeBspitze 
44 und der Durchgangsbohrung 56 der Sockelplatine 60 zu 
erkennen. Ein Kontaktfehler zwischen dem MasscanschluB 
42 der MeBspitze 44 und der Masseflache (jND der Sockel- 
platine 60, d. h. in einem Nebenpfad der Masse, ist jedoch 
schwierig zu entdecken, da die Masseflache GND ein Er- 
dungspunkt der Schaltung ist und gewohnlich angeschlos- 
sen ist. 

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht in der 
Angabc cincr Halblcitcrpriifcinrichtung, die in dcr Lagc ist, 
wenigstens eines der vorstehend genannten Probleme zu 16- 
sen. Das Ziel der vorliegenden Erfindung kann durch eine 
Kombination von Merkmalen gemaB den unabhangigen An- 
spriichen der vorliegenden Erfindung erreicht werden. Fer- 
ner bestimmen die abhangigen Anspriiche der vorUegenden 
Erfindung weitere vorteilhafte Ausfuhrungsformen der vor- 
liegenden Erfindung. 

GemaB einem ersten Gesichtspunkt schafft die vorlie- 
gende Erfindung ein Kalibrierverfahren zum Kalibrieren ei- 
ner Ausgabezeit eines Priifsignals fiir eine Halbleiterpru- 
feinrichtung. Die Halbleiterpnifeinrichtung weist einen 
Sockel auf, auf dem eine Halbleiteranordnung montiert 
wird, wobei der Sockel einen ersten SockelanschluB besitzt, 
der ausgebildet ist, das zu verwendende Prufsignal zum Prii- 
fen der Hcilbleiteranordnung zuzufuliren, und es ist ein Trei- 
ber vorhanden, der das Prufsignal an den ersten Sockelan- 
schluB ausgibt. Dieses Kalibrierverfahren arbeitet mit fol- 
genden Schritten: 

einem Montageschritt, bei dem auf den Sockel eine Priifpla- 
tine niontiert wird, deren AnschluBanordnung einer An- 
schluBanordnung der Halbleiteranordnung entspricht; 
einem Prijfsignal-Erzeugungsschritl, bei dem das PrUfsignal 
unter Vei-wendung des Treibers erzeugt wird; 
einem Prufsignal-Erfassungsschritt, bei dem das Prufsignal 
erfaBt wird, das die Prtifplatine erreicht hat; und 
einem Ausgabezeit-EinstcUungsschritt, bei dem die Ausga- 
bezeit des Priifsignals auf der Grundlage des im Priifsignal- 
Erfassungsschritt erfaBten Priifsignals eingeslelll wird. 

Nach einem weiteren Gesichtspunkt der vorliegenden Er- 
findung kann ein Kalibrierverfahren so ausgestaltet werden, 
daB ein mit dem ersten SockelanschluB in Kontakt tretender 
AnschluB der Priifplatine eine Eingangsimpedanz hat, die 
im wesentlichen mil einer Eingangsimpedanz eines mit dem 
ersten SockelanschluB in Kontakt tretenden AnschluBbeins 
der Halbleiteranordnung iibereinstimmt. 

Nach einem weiteren Gesichtspunkt der vorliegenden Er- 
findung kann ein Kalibrierverfahren so ausgestaltet werden, 
daB ein mit dem ersten SockelanschluB in Kontakt tretender 
KonlaktanschluB der Priifplatine mit einer Masseflache der 
Priifplatine verbunden ist und der Prufsignal-Erfassungs- 
schritt einen Schritt umfaBt, bei dem das Priifsignal gemes- 
sen wird, das vom Treiber ausgegeben und von der Priifpla- 
tine reflekiiert worden ist. 

Ein Kalibrierverfahren kann in der Weise ausgestaltet 
werden, daB der Montageschritt einen Schritt umfaBl, bei 
dem ein Kontakt zwischen dem Sockel und der Priifplatine 
auf Fchlcr untcrsucht wird, indcm cin Gleichstromwider- 
stand zwischen dem Sockel und der Priifplatine gemessen 
wird. 

Ein Kalibrierverfahren kann in der Weise ausgestaltet 
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werden, daB die Halbleiierprufeinrichtung femer einen Ver- 
gleicher aufweisi, dcr das Prufsignal von der Priifplaline 
empfangl. Der Montageschritt umfaBt folgende Schritte: 
einen Reflexionssignal-MeBschritt, bei dem das Priifsignai, 
das voiTi Trcibcr ausgegcben und von der Prufplatine reflek- 
tierl worden isi, unier Verwendung des Vergleichers gemes- 
sen wird; 

einen Reflcxionssignal-Beurteilungsschritt, bei dem beur- 
leilt wird, ob cine voni Vergleicher gemessene Signalkurve 
des Prulsignals innerhalb eines vorgeschriebenen Bereichs 
liegt Oder nichi; und 

einen Koniakifehlcr-Meldeschriiu bei dem gemeldet wird. 
daB auf einer Uberlragungsleiiung zwischen einem Ausgang 
des Treibers und der Prufplatine ein Kontaktfehler vorliegl, 
wenn die voiii Vergleicher gemessene Signalkurve auBer- 
halb des vorgeschriebenen Bereichs liegt. 

Ein Kalibricrvcrfahren kann in der Weise ausgestaltei 
wcrdcn, daB die Halblcitcrpriifcinrichtung fcmcr cine Vcr- 
zogerungsschaliung aufwcist, die dem Prufsignal eine Ver- 
zogerung gibl, wobei dcr Priifsignal-Erfassungsschritt einen 
Schritt umfaBu bei dem das Prufsignal unter Verwendung 
des Treibers ausgegcben wird und ein vorgeschriebenes Re- 
ferenzsignal erzeugt wird, und wobei der Ausgabezeit-Ein- 
stellungsschriti einen Vcrzogerungseinstellschrilt umfaBt, 
bei dem ein Beu^ag der VerzOgcrung, die deui iiu Prufsignal- 
Erfassungsschriu durch die Verzogerungsschaltung erfaBten 
Prufsignal gegeben wird, auf der Grundlage einer Phasen- 
differenz bezuglich des Rcfcrenzsignals eingestellt wird. 

Ein Kalibrierverfahrcn kann in der Weise ausgestaltei 
werden, daB die Priifpiatinc cine Signalleiterbahn zum Be- 
riihren des ersien Sockclanschlusses und eine zur Signallei- 
terbahn benachbarte Masscflache aufweist, wobei der Pruf- 
signal-Erfassungssciiriu ciueii Schritt umfaBt, bei dem das 
Prufsignal erfaBt wird, indcni cine an die Massefliiche und 
die Signalleiterbahn angelcgic MeBspitze zum Priifen elek- 
trischer Parameter verwcndci wird. 

Ein Kalibrierverfahrcn kann in der Weise ausgestaltei 
werden, daB der Montageschritt einen Schritt umfaBt, bei 
dem ein Kontakt auf Fehlcr gcpruft wird, indem ein Gleich- 
stromwiderstand zwischen dcr elektrische Parameter mes- 
senden MeBspitze und der Priifplaline geniessen wird. 

Ein Kalibrierverfahrcn kann in der Weise ausgestaltei 
werden, daB der Montageschrin einen Kontaktfehler- Priif- 
schritt umfaBt, bei dem ein Kontakl zwischen der elektrische 
Parameter messenden McBspiizc und der Priifplaline auf 
Fehler gepriift wird. Der Kontaktfehler-Prufschrill umfaBt 
folgende Schritte: 

einen MeBspitzen-Kontaklierschriti, bei dem die elekurische 
Parameter messende MeBspitze mil der Prufplatine in Kon- 
takt gebracht wird; 

eine Signalkurven-MeBschrill, bei dem in einem exlemen 
MeBgerat das Prufsignal, das von dcr elektrische Parameter 
messenden MeBspitze erfaBt wird, gemessen wird; 
einen Signalkurven-Beurleilungsschritl, bei dem beurleilt 
wird, ob eine Signalkurve des vom extemen MeBgerat ge- 
messenen Prufsignals innerhalb eines vorgeschriebenen Be- 
reichs liegt; und 

einen Kontaktfehler-Meldeschritt, bei dem ein Kontaktfeh- 
ler zwischen der elektrische Parameter messenden MeB- 
spitze und der Prufplatine gemeldet wird, wenn die vom ex- 
temen MeBgerat gemessene Signalkurve auBerhalb des vor- 
geschriebenen Bereichs liegt. 

Ein Kalibrierverfahrcn kann in der Weise ausgestaltei 
werden, daB der Socket femer einen zweiten Sockelan- 
schluB aufwcist, dcr mil dcr Halblcitcranordnung in Konlakl 
trill und ein elektrisches Signal aus der Halbleiteranordnung 
empfangl. Die Halbleiierprufeinrichtung weist femer einen 
Vergleicher zum Empfangen eines aus dem zweiten Sockel- 
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anschluB zugefuhnen Signals auf. Die Prufplatine isi eine 
KurzschluBplatine mil einer KurzschluBbahn, die den ersten 
SockelanschluB elektrisch mit dem zweiten SockelanschluB 
verbindet, 

5 Hn Kalibrierverfahren kann in der Weise ausgestaltei 
werden, daB der Priifsignal-Erfassungsschritt folgende 
Schritte umfaBt: 

einen Vergleicher-Erfassungsschritt, bei dem der Verglei- 
cher das vom Treiber ausgegebene und durch die Kurz- 
10 schluBplaline geleitele Priifsignai erfaBt; und 

einen Referenzzeit-Einstellschrilt, bei dem als Referenzzeit 
zum Priifen der Halbleiteranordnung fur den Vergleicher ein 
Wert eingestellt wird, der auf der Grundlage einer Zeitdiffe- 
renz zwischen einer Referenzzeit, die eine voigeschriebene 
15 Zeitverschiebung gegeniiber dem Priifsignal-Erzeugungs- 
schritt hat, und einer Zeit, zu der das Prufsignal im Verglei- 
cher-Erfassungsschritt erfaBt wird, gewonnen wird. 

Nach einem wcitcrcn Gcsichtspunkt schafFt die vorlic- 
gende Erfindung ein Kalibrierverfahren zum Kalibrieren ei- 
20 ner Verarbeilungszeil einer Halbleiterpriifeinrichtung mit ei- 
nem Socket, wobei ein ersler SockelanschluB ausgebildet 
ist, einer Halbleiteranordnung ein Prufsignal zuzufiihren, 
wenn die Halbleiteranordnung auf der Halbleiierprufein- 
richtung montierl ist, und ein zweiler SockelanschluB ein 
25 elektrisches Signal von der Halbleiteranordnung eiiipfangt, 
femer mit einem Treiber, der das Prufsignal an den ersten 
SockelanschluB ausgibt, und einem Vergleicher, der vom 
zweiten SockelanschluB ein Signal empfangl. Dieses Kali- 
brierverfahren arbeitet mit folgenden Schritten: 
30 einem Montageschritt, bei dem auf den Sockel eine Kurz- 
schluBplatine mil einer KurzschluBbahn montierl wird, die 
den ersien SockelanschluB elekuisch mit dem zweiten Sok- 
kelanschluB verbindet; 

einem Priifsignal-Ausgabeschritt, bei dem das Prufsignal 
3S vom Treiber ausgegcben wird; 

einem Priifsignal-MeBschritt, bei dem im Vergleicher das 
Prufsignal gemessen wird, das vom Treiber ausgegcben und 
durch die KurzschluBplatine geleitet worden ist; und 
einem Referenzzeit-Einstellschritt, bei dem als Referenzzeit 
40 zum Priifen der Halbleiteranordnung fiir den Vergleicher ein 
Wert eingestellt wird, der auf der Grundlage einer Zeitdiffe- 
renz zwischen einer Referenzzeit, die eine voigeschriebene 
Zeitverschiebung gegeniiber dem Priifsignal-Ausgabeschritt 
hat, und einer Zeit, zu der das Prufsignal im Prufsignal- 
45 MeBschritt gemessen wird, gewonnen wird. 

Ein Kalibrierverfahren kann in der Weise ausgestaltei 
werden, daB die Halbleiierprufeinrichtung eine Mehrzahl 
von Treibem und eine Mehrzahl von Vergleichern aufwcist, 
der Sockel eine der Mehrzahl von Treibem entsprechende 
50 Mehrzahl von ersten Sockelanschliissen und eine der Mehr- 
zahl von Vergleichern entsprechende Mehrzahl von zweiten 
Sockelanschliissen aufwcist und die KurzschluBplatine eine 
Mehrzahl von KurzschluBbahnen aufwcist, die die Mehr- 
zahl von ersien Sockelanschliissen mit je einem zweiten 
55 SockelanschluB verbinden, wobei im Referenzzeit-Einstell- 
schritt die Referenzzeit fur jeden Vergleicher aus der Mehr- 
zahl von Vergleichern unabhangig voneinander eingestellt 
wird. 

CiemaB einem weiteren (jcsichtspunkt schafft die voriie- 
60 gende Erfindung ein Kalibrierverfahren zum Kalibrieren ei- 
ner Verarbeitungszeit einer Halbleiierprufeinrichtung mit ei- 
nem Treiber, der ein Priifsignai zum Priifen einer Halbleiter- 
anordnung ausgibt, einem Vergleicher, der von der Halblei- 
teranordnung ein elektrisches Signal empfangl, einem Sok- 
65 kcl, dcr ausgebildet ist, dcr Halblcitcranordnung das Priifsi- 
gnai zuzufiihren, wenn die Halbleiteranordnung auf der 
Halbleiierprufeinrichtung montierl ist. Das Kalibrierverfah- 
ren arbeitet mit folgenden Schritten: 
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eineni Verbindungsschritt, bei dem eine erforderliche Ver- 
bindung zu einem MeBgerat, das eine Signalkurve des Priif- 
signals miBt, hergestelll wird, um das Prufsignal oder das 
elektrischc Signal zu/utiihren; 

cinciii Signalkurven-MeBschritt, bei dem im MeBgerat das 5 
voin Trcibcr ausgcgebene Prufsignal geinessen wird; 
einciii Signalkurven-Beuneilungsschhtt, bei dem beurteilt 
wird, oh eine voni MeBgerat gemessene Signalkurve des 
Priifsignals inncrhalb eines vorgeschriebenen Bereichs liegi 
Oder nichi; und 10 
cincin Vcrbindungsfchler-Meldeschritt, bei dem gemeldet 
wird. (iaB cine zuni MeBgerat hergestellle Verbindung feh- 
Icrhafi ist, wcnn die voni MeBgerat gemessene Signalkurve 
auBcrhalb des vorgeschriebenen Bereichs liegt. 

liin Kali brie rvcrl ahren kann in der Weise ausgestaltet 15 
wordcn, daB ini Signalkurven-MeBschritt eine ansteigende 
Signalkurve cxler cine abfallende Signalkurve des Priifsi- 
gnals geinessen wird. 

liin Kalibrierverl'ahrcn kann in der Weise ausgestaltei 
werdcn. daB der Verbindungsfehler-Meldeschrilt folgende 20 
Schrilie unifaBl: 

einen Verbindungswiederholungsschritt, bei dem der Ver- 
bindungssehrin, der Signalkurven-MeBschritt und der Si- 
gnalkurven-Iieurieilungsschritt wiederholt werden, wenn 
die Signalkurve auBerhalb des vorgeschriebenen Bereichs 25 
liegl; und 

einen l*ehlenneldungsschritt, bei dem gemeldet wird, daB 
die /um McBgerai hcrgestelhe Verbindung fehlerhaft ist. 
wenn die Signalkurve auBerhalb des vorgeschriebenen Be- 
reichs liegt, nachdcm der Verbindungsschritl, der Signalkur- 30 
ven-MeBschrilt und der Signalkurven-Beurteilungsschritt 
eine vorgegcbene Anzahl von Wiederholungen durchlaufen 
liabeii. 

Bin Kalibricrverfahren kann in der Weise ausgestaltet 
werden, daB das MeBgerat auBerhalb der Halbleiterprufein- ^> 
richlung angeordnet ist und eine elektrische Parameter mes- 
scnde MeBspitze zur Eingabe des Prufsignals aufweisi, wo- 
bci der Verbindungsschritt einen Schrilt umfaBt, bei dem 
eine erforderliche Verbindung hergestelit wird, um der elek- 
trischc Parameter messenden MeBspitze das Prufsignal zu- 40 
zufuhrcn. 

Ein Kalibricrverfahren kann in der Weise ausgestaltet 
werden, daB das MeBgerat innerhalb der Halbleiterpriifein- 
richtung angeordnet ist und der Signalkurven-MeBschritt ei- 
nen Schriti umfaBi, bei dem im MeBgerat gemessen wird, in- 45 
dem das vom Treiber ausgegebene und vom Sockel reflek- 
lierle Prufsignal aus dem Vergleicher eingegeben wird. 

Ein Kalibricrverfahren kann in der Weise ausgestaltet 
werden, daB das MeBgerat innerhalb der Halbleilcrprufein- 
richtung angeordnet ist und der Signalkurven-MeBschrit t ei- 50 
nen Schrilt umfaBt, bei dem ini MeBgerat ein vorgegebenes 
Referenzsignal, das vom Vergleicher eingegeben worden ist, 
gemessen wird. 

Ein Kalibricrverfahren kann in der Weise ausgestaltei 
werden, daB der Verbindungsschritt einen Schrilt unifaBt, 55 
bei dem eine Prufplatine, die das Prufsignal eingibt und das 
Prufsignal dem MeBgerat zufiihrt, zur Kalibrierung mit dem 
MeBgerat verbunden wird. 

Ein Kalibricrverfahren kann in der Weise ausgestaltet 
werden, daB das MeBgerat innerhalb der Halbleiterprufein- 60 
richlung angeordnet ist und der Signalkurven-MeBschritt ei- 
nen Schrilt umfaBt, bei dem im MeBgerat gemessen wird, in- 
dem das vom Treiber ausgegebene und von der Priifplaline 
refiektierte Prufsignal aus dem Vergleicher eingegeben 
wird. 65 

Ein Kalibricrverfahren kann in der Weise ausgestaltei 
werden, daB der Signalkur\'en-Beurteilungsschrilt beurteilt, 
ob ein Niveau des Prufsignals wahrend eines Anstiegs oder 



Abfalls des Prufsignals innerhalb eines vorgeschriebenen 
Bereichs liegl oder nichl. 

GemaB einen weiteren Gesichtspunkt schafft die vorlie- 
gende Rrfindung eine Halbleiterprufeinrichtung zuni Priifen 
eines elektrischen Parameters einer Halbleiteranordnung. 
Die Halbleiterprufeinrichtung ist mit fblgenden Merkmalen 
versehen: 

einem Sockel mil einem ersten SockelanschluB, der mit der 
Halbleiteranordnung in Kontakt iriii und ihr ein Signal zu- 
fiihrt; 

einer Prufplatine, die eine einer AnschluBanordnung der 
Halbleiteranordnung entsprechende AnschluBanordnung 
aufweist und ausgebildet ist, auf dem Sockel montiert zu 
werden; 

einem Treiber, der ein Prufsignal an den ersten Sockelan- 
schluB ausgibt; und 

einer Ausgabezeit-Einstelleinrichtung, die ausgebildet ist, 
cine Ausgabczcii, zu der der Trcibcr das Prufsignal ausgibt, 
unter Verwendung des Prufsignals, das vom Treiber ausge- 
geben worden isl und die Prufplatine erreicht hat, einzustel- 
len. 

Eine Halbleilerprufeinrichtung kann in der Weise ausge- 
staltei werden, daB die Prufplatine eine Signalleiterbahn 
zum Beriihren des ersten Sockelanschlusses und eine zur Si- 
gnalleiterbahn benachbart angeordnete Massellache auf- 
weist. 

Eine Halbleiterprufeinrichtung kann in der Weise ausge- 
staltet werden, daB die Prufplatine eine Signalleiterbahn 
zum Beriihren des ersten Sockelanschlusses und zum Ver- 
binden des ersten Sockelanschlusses mil Masse aufweist 
und die Ausgabezeit-Einslelleinrichtung die Ausgabezeit 
unter Verwendung des Prufsignals, das vom Treiber ausge- 
geben und von der Prufplatine reflektiert worden ist, ein- 
stelil. 

Eine Halbleiterprufeinrichtung kann in der Weise ausge- 
staltet werden, daB die Prufplatine einen PriifanschluB auf- 
weist, der den ersten SockelanschluB beruhrt und eine Ein- 
gangsimpedanz hat, die mit einer Eingangsimpedanz eines 
AnschluBbeins der Halbleiteranordnung iibereinstimmt. 

Eine Halbleiterprufeinrichtung kann in der Weise ausge- 
staltet werden, daB die Halbleilerprufeinrichtung femer eine 
Verzogerungsschallung aufweist, die dem Prufsignal eine 
gewiinschte Verzogerung gibt; und 

die Ausgabezeit-Einstelleinrichiung eine Erzeugungsein- 
richtung zum Ausgeben des Prufsignals und zum Erzeugen 
eines vorgegebenen Referenzsignals aufweist, und die Aus- 
gabezeit-Einstelleinrichtung die Ausgabezeit einstelli, in- 
dem ein Betrag der von der Verzogerungsschallung bewirk- 
ten Verzogerung eingestellt wird. 

Eine Halbleiterprufeinrichtung kann in der Weise ausge- 
staltet werden, daB die Halbleiterprufeinrichtung femer eine 
Mehrzahl von Treibem und eine der Mehrzahl von Treibem 
entsprechende Mehrzahl von Verzogerungsschaliungen auf- 
weist; 

der Sockel eine der Mehrzahl von Treibem entsprechende 
Mehrzahl von ersien Sockelanschlussen aufweisi; und 
die Priifplaline eine der Mehrzahl von ersten Sockelan- 
schliissen entsprechende Mehrzahl von Signalleiterbahnen 
aufweist. 

Hne Halbleiterprufeinrichtung kann in der Weise ausge- 
staltet werden, daB ein kiirzesier Abstand zwischen jeder der 
mehreren Signalleiterbahnen und der Masseflache im we- 

senUichen gleich ist. 

Eine Halbleilerprufeinrichtung kann in der Weise ausge- 
staltet werden, daB der Sockel femer einen zwciicn Sockel- 
anschluB aufweist, der einen Kontakt zur Halbleiteranord- 
nung bildet und ein elektrisches Signal aus der Halbleiteran- 
ordnung empfangt. 
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unci die Halblciicrprufeinrichtung femer eine KurzschluS- 
plalinc mil cincr Kur/.schlufibahn, die den ersten Sockelan- 
schluB cickirisch mil dcm zweiten SockelanschluB verbin- 
dcl, iind cincn Vcrglcichcr zum Messen des Priifsignals, das 
\\m\ 'I rcibcr ausijciicbcn und durch die KurzschluBplaline 5 
iiclcitc! wordcn isL aufwcist. 

liinc llalblciicn^rurcinrichlung kann in der Weise ausge- 
sialic! vvcrdcn. ilaL^ ilic 1 laibleilerprureinrichtung femer eine 
Kcrcrcn/./xrii-ltinsicllcinrichiung aufweist, in der als Refe- 
rcn/./cii /.uni IVul'cn ilcr Halbleiteranordnung fiir den Ver- lO 
ijicichcr ciii Wcri cin^csiclli wird, der auf der Grundlage ei- 
ncr /cil.sj^annc /.u ischcn cincm Referenzzeitpunkt, der eine 
\\»ri!CNchrichcnc /-ciivcrschiebung gegeniiber der Priifsi- 
^*nalaiiv^ahc hai. uml cincin Zeitpunku zu dem das Priifsi- 
iinal nil VcTj:lcichcr jicnicsscn wird, gewonnen wird. 15 

l-.inc llalhiciicr]>rijlcinrichtung kann in der Weise ausge- 
Malici UL-nlcn. ilali die I lalblcilcrpriifeinrichtung eine Mehr- 
/ulil \»»n I rciK m dcr j;cnannicn Art und cine Mchrzahl von 
Vcrk'lciclwm ikrr ccnunnicn Art aufweist, der Sockel eine 
iicr Mchr/afil I rcibcrn cnisprcchende Mehrzahl von er- 20 
sicn S* vkcLinschliisM^n uml cine der Mehrzahl von Verglei- 
clicm cnrsprcchcrKL- MchrAah! von zweiten Sockelanschliis- 
scn auluciNi, und ilic Kur/schluL^pIaline eine Mehrzahl von 
Kur/.whUjUbahncn aulucisl. die die Mehrzahl von ersten 
Sivkcl.tfiM.tilusscn mil jc cincni der zweiten Sockelan- 25 
schluNNc \crhin4lcn, 

unti in iWr kclcrcn//cii-]:insicllcinrichlung die Referenzzeit 
fiir jcnlcn aus der Mehr/.ahl von Verglcichem unabhangig 
vi»ncinanv!cT cinjicsiclh win!. 

I'inc Ilalblciicqmilcinrichlung kann in der Weise ausge- 30 
siahel wcrtWn. ital". tlic nalbleilerpriifcinrichtung femer fol- 
jicnilc Mcrkmalc aulweisi: 
eine Melir/ahl mmi StKkclii iler gcnaiinlen Art; 
eine ilcr Mchrzahl von S«.>ckeln cnisprcchende Mehrzahl 
vi»n Prutplaiincn: ^5 
cincn Kahincn. der cine Mchr/ahl von Priifplalinen zusam- 
men halt; 

wobci der Kahmcn cine I 'iihrungsanordnung aufweist, die es 
cnninihchl. ic»lc ilcr Priifplalinen in cine zugehorige ge- 
wiinschic Pi>siiivin zu vcrschiebcn, sobaid der Rahnien in ei- 40 
ner voriresehriebciicn I.a^c auf der Halbleiterprufeinrich- 
tung inonlicrt wird. 

CicnuiB einem wciieren Ciosichispunkl schaffi die vorlie- 
gende Mrfmdung eine nalblcilerprufeinrichlung zuni Priifen 
eines eleklrischen Parameiers einer Halbleiteranordnung. 45 
Die Ilalblciterprufeinrichiung isl mil folgendcn Merknialen 
versehcn: 

eincni Scvkcl mil cincm crsien SockelanschluB, der niit der 
Ilalblcilcranordnung in Koniakt iritl und ihr ein Signal zu- 
fiihn, und cincm zwcilcn SockelanschluB, der mil der Halb- 50 
leiieninordnung in Koniakt trill und von ihrcin Signal cmp- 
fiingl; 

einem Treiber, der ein Prufsignal an den ersten Sockelan- 
schluB ausgibi: 

einer KurzschluBplaline. die den ersien SockelanschluB 55 
elekirisch mil dem /weiien SockelanschluB verbindei; 
cinen Vergleicher, der ein aus dem zwcilcn SockelanschluB 
cingegebenes Signal empfangi; 

einer Prufsignal-lirfassungseinrichlung, die im Vergleicher 
das Prufsignal crfaBl, das vom Treiber ausgegeben und 60 
durch die KurzschluBplaline geleiici worden ist; und 
einer Rcferen/y.eii-liinslcllcinrichtung, in der als Referenz- 
zeil zum Priifen der TTalbleilcranordnung fiir den Verglei- 
cher ein Wen eingesielli wird, der auf der Gmndlage einer 
ZcitdilTcrcnz zwischcn cincm Rcfcrcnzzcitpunkt, dor cine 65 
vorgeschriebene Zeilverschiebung gegeniiber einer Aus- 
gabe des vom Treiber au.sgegebcnen Priifsignals hat, und ei- 
nem Zciipunki, zu dem der Vergleicher das Prufsignal erfaBi 



hat, gewonnen wird. 

Eine Halbleiterpriifeinrichtung kann in der Weise ausge- 
stallet werden, daB die Halbleiterpriifeinrichtung eine Mehr- 
zahl von Treibern der genannien Art und eine Mehr7.ahl von 
Vergleichem der genannten Art aufweist, der Sockel eine 
der Mehrzahl von Treibern entsprechende Mehrzahl von er- 
sten Sockelanschliissen und eine der Mehrzahl von Verglei- 
chem entsprechende Mehrzahl von zweiten Sockelanschliis- 
sen aufweist, und die KurzschluBplatine eine Mehrzahl von 
KurzschluBbahnen aufweist, die-die Mehrzahl von ersten 
Sockelanschliissen mit je einem der zweiten Sockelan- 
schliisse verbinden, 

wobei in der Referenzzeit- Einstelleinrichtung die Referenz- 
zeit fur jeden aus der Mehrzahl von Vergleichem unabhan- 
gig voneinander eingestellt wird. 

Eine Halbleiterprufeinrichtung kann in der Weise ausge- 
staltet werden, daB die Halbleiterpriifeinrichtung ferner fol- 
gcndc Mcrkmalc aufweist: 
eine Mehrzahl von Sockeln der genannten Art; 
eine der Mehrzahl von Sockeln entsprechende Mehrzahl 
von KurzschluBplalinen der genannten An; 
einen Rahmen, der eine Mehrzahl von KurzschluBplalinen 
zusaminen halt; 

wobei der Rahmen eine Fiihrungsanordnung aufweist, die es 
ernioglichL, jede der KurzschluBplatinen in eine zugehorige 
gewiinschte Position zu verschieben, sobaid der Rahmen in 
vorgeschriebener Lage montiert wird 

Fig, 1 ist eine Schnittdarstellung einer herkommlichen 
Halbleiterpriifeinrichtung, 

Fig. 2 (a) ist eine Draufsicht auf die Halbleiteranordnung 
20. 

Fig. 2(b) ist eine Stimansicht der Halbleiteranordnung 20, 

Fig. 3 ist eine Schnittdarstellung des Sockels 50 und der 
Sockelplatine 60, auf der der Sockel 50 montiert ist. 

Fig, 4 ist eine Draufsicht auf die Sockelplatine 60. 

Fig. 5 zeigl eine Situation, in der die MeBspitze 44 mit der 
Sockelplatine 60 in Kontakt steht. 

Fig. 6 veranschaulicht ein weiteres herkommliches Ver- 
fahren zum Kalibrieren der Halbleiterpriifeinrichtung. 

Fig. 7 zeigt eine weitere Ausfuhrungsform der herkomm- 
lichen Halbleiterprufeinrichtung. 

Fig. 8 ist ein FluBdiagramm zur Veranschaulichung eines 
herkommlichen Kalibrierverfahrens. 

Fig. 9 zeigt die Kurve des Priifsignals, die in dem den 
Zleitverlauf erfassenden Schritt S3 10 gemessen wird. 

Fig, 10 ist eine Schnittdarstellung einer erfindungsgema- 
Ben Halbleiterpriifeinrichtung. 

Fig. 1 1(a) ist eine Draufsicht auf die MeBplatine lOA, die 
ein Beispiel fiir die auf der Halterungseinheit 110 montierte 
Priifplatine 10 ist. 

Fig. 1 1(b) isi eine Untersicht der MeBplatine IDA, die ein 
Beispiel fur die auf der Halterungseinheit 110 montierte 
Prufplatine 10 isl. 

Fig. 12 zeigt eine weitere Ausfuhrungsform der MeBpla- 
tine lOA. 

Fig. 13(a) ist eine Draufsicht auf eine KurzschluBplatine 
JOB als weiteres Beispiel fiir die Prufplatine 10. 

Fig. 13 (b) ist eine Stimansicht der KurzschluBplatine 
lOB, 

Fig. 14 zeigt eine weitere Ausfuhrungsform der Halblei- 
terpriifeinrichtung, 

Fig. 15 veranschaulicht ein Verfahren zum leichten Er- 
mitteln der Signaliibertragungszeit vom Sockel 50 zum Ver- 
gleicher SOB. 

Fig. 16 zeigt cine wcitcrc Ausfuhrungsform der Halblei- 
terpriifeinrichtung. 

Fig. 17(a) ist cine Draufsicht auf die MasseschluBplatine 
IOC, 



3NS0OCID: <DE_19922907A1J_> 



DE 199 22 907 A 1 



Fig, 17(b) ist eine Slimansicht der MasseschluSplatine 
IOC. 

Fig. 18 zeig! eine weitere Ausfuhrungsforra der Halblei- 
terpriifeinrichlung. 

Fig. 19 zeigl ein abgewandeltes Beispiel fiir das Verfah- 5 
ren zuiu Kalibrieren der in Fig. 18 gezeigten Halbleiterpru- 
feinrichlung. 

Fig. 20 isi eine vergroBerte Ansicht der Offnungseinheit 
120 des Rahniens 100, der Halierungseinheit 110 und der 
Prufplatinc 10. 10 

Fig. 21 ist eine Draufsicht auf den Rahmen 100. 

Fig. 22 ist eine Draufsicht auf die SockelplaUne 60, auf 
der eine MeBplatine lOD montiert ist. 

Fig. 23 zeigt eine weitere Ausfuhrungsforni der Priifpla- 
line 10. 15 

Fig. 24 ist ein AnschluBplan fiir die in Fig, 23 gezeigte 
Haibleiierprufeinrichtung. 

Fig. 25 ist cin Flu6diagraiiun zur Vcranschaulichung dcs 
Verfahrcns zurn Kalibrieren der in Fig, 23 oder 24 gezeigten 
Haibleiierprufeinrichtung. 20 

Fig. 26 zeigl die Kurve, die in dem Schritt (S304) zurEr- 
niitilung der Ubergangsdauer gemessen wird. 

Fig. 27(a) ist eine schematische Darstellung der Halblei- 
terpriifeinrichiung zur Veranschaulichung eines weiteren 
Kalibrierverfahrens. 25 

Fig. 27(b) isi cin AnschluBplan fiir die Halbleiterpriifein- 
richtung zur Veranschaulichung eines weiteren Kalibrier- 
verfahrens. 

Fig. 28 ist ein FluBdiagramm zur Veranschaulichung des 
Verfahrens zuni Kalibrieren der Halbleiterpriifeinrichtung 30 
nach Fig. 27. 

Fig. 29 zeigt ein Beispiel fiir eine refleklierte Signal- 
kurve, die in dem das Messen des Reflexionssignals betref- 
fenden Schritt S404 erfaBt wurde. 

Fig. 30 veranschaulicht eine weitere Ausfiihrungsfomi ei- 35 
nes Verfahrens zutn Kalibrieren des Vergleichers 80. 

Im folgendch wird die Erfindung anhand von Ausfiih- 
rungsbeispielcn erlautert. Die nachstehenden Ausfiihrungs- 
beispiele beschranken jedoch nicht den Uiiifang der in den 
Anspriichen dcfinierten Erfindung. AuBerdem sind nicht alle 40 
Konibinationen der in den Ausfulirungsbeispielen beschrie- 
benen Merknialc der vorliegenden Erfindung wesendich fur 
die von der vorliegenden Erfindung vorgeschlagene Pro- 
blenilosung. . . 

Fig. 10 ist eine Schnittdarslellung einer Halbleiterprii- 45 
feinrichtung geniaB dem vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel. 
Diejenigen Koniponenten, die bereits in Fig, 1 verwendet 
sind, erhalten diesclben Bezugsziffem. Solche Komponen- 
ten werden hier nicht nochmals erlautert. Auf der Sockelpla- 
tine 60 sind inchrere Sockel 50 montiert, die iiber Koaxial- 50 
kabel 62 und 64 mil einer Leistungsplatine 66 verbunden 
sind. Femer sind am Rahmen 100 mehrere Halterungsein- 
heiten 110 montierl. Am oberen Teil jeder Halierungseinheit 
110 ist die Offnungseinheit 120 angebracht. Jede Halie- 
rungseinheit 110 haltert eine Halbleiteranordnung 20. Nur 55 
die mit den beiden Koaxialkabeln 62 und 64 verbundenen 
Schaltkreise sind im Inneren des Prufkopfs 70 gezeigt. In 
Wirklichkeit ist jedoch fiir jedes der AnschluBbeine der 
Halbleiteranordnung 20 ein Koaxialkabel vorhanden. Pro 
Koaxialkabel sind ein Treiber 76, eine (Treiber-)Verzoge- 60 
rungsschaltung 78, ein Vergleicher 80 und eine Vergleicher- 
verzogerungsschaltung 82 eingebaut. AuBerdem sind nur 
die mit einer einzigen Halbleiteranordnung 20 verbundenen 
Schaltkreise in der Zeichnung dargestellt. In Wirklichkeit 
sind jedoch die glcichcn Schaltkreise fiir jcdc Halblcilcran- 65 
ordnung eingebaut. 

Die vorliegende Haibleiierprufeinrichtung ist in der Lage. 
gleichzeitig mehrere Halbleiteranordnungen in einer gege- 
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benen 2^iispanne zu priifen. Zum Kalibrieren der Halblei- 
terpriifeinrichtung wird auf jeder Halterungseinheit 110 an- 
stelle der Halbleiteranordnung 20 eine Priifplatine 10 einge- 
setzt. Sobald der Rahmen 100 auf der Halbleiterpru feinrich- 
tung montiert ist, wird die Priifplatine 10 auf dem Sockel 50 
angebracht. Als nachstes wird von oberhalb der Offnungs- 
einheit 120 eine MeBspitze an die Priifplatine angelegt. 
Dann erzeugt der Treiber 76 ein P^iifsignal. Das Priifsignal, 
das die Priifplatine 10 erreicht hat, wird mittels eines Oszil- 
loskops erfaBt. Auf der Grundlage des erfaBten Priifsignals 
wird die Einstellung der Verzogerungsschaltung 78 gean- 
dert. Auf diese Weise wird die Ausgabezeit des Prijfsignals 
eingestellt. 

Fur die Signale, die der Halbleiteranordnung 20 zugefiihrt 
werden, ist je ein Treiber 76 vorhanden. Der PriitTcopf 70 hat 
auch einen Treiber 176 zum Erzeugen eines Referenzsignals 
und eine Verzogerungsschaltung 178, die das Referenzsi- 
gnal um cine vorgcgcbcnc Zcitspannc vcrzogcrt. Der Zcit- 
unterschied zwischen der Zeit, zu der das Referenzsignal er- 
zeugt wird, und der Zeit, zu der der Treiber 76 das Priifsi- 
gnal erzeugt, wird konstant gehalten. Daher wird dieses Re- 
ferenzsignal dem Oszilloskop als Triggersignal eingegeben. 
Die Phasen der Treiber 76 konnen indirekt in Ubereinstim- 
mung gebracht werden, indem fiir jedes von den Treibern 76 
ausgegebene Pruf signal der Phasen unlerschied zuiii Refe- 
renzsignal gleich groB gewahlt wird, Auf diese Weise kon- 
nen die 2[eitverschiebungen zwischen den Treibern klein ge- 
macht werden. Alternativ kann jedoch eines der Priifsignale, 
das die Priifplatine 10 erreicht, als Referenzsignal ausge- 
wahll-unddem Oszilloskop als Triggersignal zugefuhrt wer- 
den, um die Phasen der weiteren Priifsignale auf die Phase 
des ausgewahlten Prufsignals abzustimmen. 

Fig. 11(a) ist eine Draufsicht auf die MeBplatine lOA als 
Beispiel fur die auf der Halterungseinheit 110 montierte 
Priifplatine 10. Fig, 11(b) ist eine Untersicht der MeBplatine 
lOA als Beispiel fiir die auf der Halterungseinheit 110 mon- 
tierte Priifpladne 10. An der Unterseite der Priifplaune 10 
sind Kontaktanschlusse 30 in der gleichen Weise wie die 
AnschluBbeine der Halbleiteranordnung 20 angeordnet. 
Wenn der Rahmen 100 auf der Halbleiterpriifeinrichtung 
montiert wird, beriilirt je ein KontaktanschluB 30 den ersten 
SockelanschluB 12 und den zweiten SockelanschluB 14 des 
Sockels 50. Die Masseflache 36 und die auf der Oberseite 
der Priifplatine 10 in einer Mehrzahl vorhandenen Signallei- 
terbahnen 32 sind mit den an der Unterseite der Priifplatine 
10 angeordneten Kontaktanschliissen 30 verbunden. Die 
Masseflache 36 verlauft iiber den Mittelabschnitt der Ober- 
seite der Priifpladne 10. Die Masseflache 36 ist jeder Signal- 
leiterbahn 32 benachbart, Der kiirzeste Abstand von der 
Masseflache 36 zu der Gruppe von Signalleiterbahnen 32 
liegt unter 2 mm. Daher konnen der SignalanschluB 40 der 
MeBspitze 44 und der MasseanschluB 42 leicht in Kontakt 
mit der Masseflache 36 und jeder Signalleiterbahn 32 ge- 
bracht werden. Da femer der kiirzeste Abstand von der Mas- 
seflache 36 zu jeder Signalleiterbahn 32 prakdsch gleich ist, 
ist die Varianz der Gruppe von Signalleitungsimpedanzen 
gering. Daher kann jedes der Signale genau gemessen wer- 
den, 

Um ein Auftreten einer Abweichung zwischen der Zeit, 
zu der der Treiber 76 ein Signal bei der Kalibrierung aus- 
gibt, und der Zeit, zu der der Treiber 76 ein Signal bei An- 
wesenheit der eigentlichen Halbleiteranordnung 20 auf der 
Halbleiterpriifeinrichtung ausgibt, zu verhindern, istes wiin- 
schenswert, daB die Eingangsimpedanz jedes Signals an den 
Kontaktanschliissen 30 im wcscntlichcn auf die glcichc Si- 
gnaleingangsimpedanz wie bei der Halbleiteranordnung 20 
eingestellt wird. Um dies zu erreichen, geniigt es, einen ge- 
eigneten Kondensator und einen Widerstand oder derglei- 
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chen zwischen die Signalleiierbahnen 32 und die Massefla- 
che 36 zu legen. 

Fig. 12 zeigt eine weitere Ausfuhrungsform der MeBpla- 
line lOA. Kine Mehr7.ahl von Kontaktanschlussen 30 sind an 
der Seitenflache des AuBenumfangs eines Isolierb locks 270, 
der ungefalir den gleichen AuBendurchmesser wie die Halb- 
leiteranordnung 20 hat, in ungefahr der gleichen Anordnung 
wie die AnschluBbeine der Haibleiteranordnung 20 ange- 
brachi. Die Koniakianschlusse 30 konnen den ersten Sok- 
kclanschluB 12 und den zweiten SockelanschluB 14 des 
Sockeis 50 und die Seiien- oder Bodenflache des Isolier- 
blocks 270 bcriihren. 

An niehrcrcn Slellen des Langsrands der Oberseite des 
Isolierb locks 270 sind durch die Mehrzahl von Kontaktan- 
schlussen 30 cine Mehrzahl von Signalleiierbahnen gebil- 
dei. Die Signalleiierbahnen 32 werden dazu verwendet, ei- 
nen Komaki /.uni SignalanschluB 40 der MeBspitze 44 her- 
zusicllcn. Dahcr hai jcdc der Signallcitcrbahncn 32 cine 
konvcxo I'orin, daniii der SignalanschluB 40 die Signallei- 
ierbahnen 32 leichi heruhren kann. Die Masseflache 36 isi 
cine Vcrlangcrung des Masseanschlusses 37 und ist inner- 
halb der Mehrzahl von Signalleiterbahnen 32 ausgebildet. 
Die Masseflache 36 wird dazu verwendet, einen Kontaki 
zuiii MasseanschluB 42 der MeBspitze 44 herzustellen. Die 
McBspilzc 44 wird durch die Hallevorrichtung 262 gehalten. 

Die Masseflache 36 ist jeder Signalleiterbahn 32 benach- 
bart. Dahcr konnen die Signalleiterbahnen 32 und die Mas- 
seflache 36 leicht niit detn SignalanschluB 40 der MeBspitze 
44 bzw. dcni MasseanschluB 42 in Kontakt gebracht werden. 
Da der MasseanschluB 42 uber den kurzesten Abstand mil 
der Masseflache 36 in Koniakt gebracht werden kann, kann 
der MasseanschluB 42 mil niedriger Impedanz geerdet wer- 
den. Deshalb sind die exlernen Storsignale, die sich deni 
Prul signal iibcr die Erdungsimpedanz herkommlicherweise 
iiB^rl^lffi'^C^^ff^m: dm WMd^rfESnfiBB^f^^ 
verursachte Verzerrung des Prufsignals wird unterdriickt, 
und die Genauigkeit der Kalibrierung wird verbessert. Da 
die Signalleiterbahn 32 in siabilem Kontaki mit dem Signal- 
anschluB 40 bleibt, werden auBerdem die Storsignale, die 
durch den Kontaktanteil zwischen der Signalleiterbahn 32 
und deni SignalanschluB 40 erzeugt werden, und die durch 
die Storsignale verursachte Verzerrung des Prufsignals un- 
terdriickt. Infolge dessen wird die Genauigkeit der Kalibrie- 
rung verbessert. 

Fig. 13(a) ist eine Draufsicht auf eine KurzschluBplatine 
lOB als weiteres Beispiel fur die Prufplatine 10. Fig. 13(b) 
ist eine Stimansicht der KurzschluBplatine lOB. An der Un- 
terseite der KurzschluBplatine lOB sind Koniakianschlusse 
30 angeordnet, die einen Kontaki zum ersten Sockelan- 
schluB 12 bzw. zweiien SockelanschluB 14 des Sockeis 50 
herstellen. Eine Mehrzahl von KurzschluBbahnen 46 zum 
KurzschlieBen des Kontaktanschlusses 30, der mit dem er- 
sten SockelanschluB 12 in Koniakt sieht, und des Konlaki- 
anschlusses 30, der mit dem zweiten SockelanschluB 14 in 
Koniakt stehl, sind vorhanden. Nachdem die in Fig. 11 ge- 
zeigie MeBplatine lOA auf der Halbleiierprufeinrichtung 
monliert wurde und die Zeitverschiebungen zwischen den 
Treibem 76 kalibriert wurden, wird die MeBplatine lOA von 
der Halbleiterpriifeinrichtung entfernt. AnschlieBend wird 
auf der Halbleiierprufeinrichiung die KurzschluBpladne 
lOB anstelle der MeBplatine lOA monliert. 

In diesem Zustand werden die Zeitverschiebungen zwi- 
schen den Vergleichern 80 kaUbriert. Als erstes werden von 
den Treibem 76A gleichzeitig Priifsignale erzeugt. Die von 
den Treibem 76 A crzcugtcn Priifsignale crrcichcn iibcr die 
KurzschluBplatine lOB den Vergleicher SOB. Die ungefahre 
Lange der Verzogemngszeit von der Zeit, zu der die Treiber 
76 die Priifsignale erzeugen, bis zu der 5^it, zu der der Ver- 
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gleicher 80 die Priifsignale erfaBl, ist bekannt. Daher wird 
zum Beispiel die Zeit, die erhalten wird, indem man das Os- 
zilloskop 150 die bekannte Verzogemngszeit zu der Zeit ad- 
dieren laBt, zu der das als Triggersignal dienende Referenz- 
5 signal an das Oszilloskop 150 gelegl wird, als Referenzzeil 
ausgewahll. Allernativ kann jedoch die Z^il, zu der das Re- 
ferenzsignal erfaBt wird, als Referenzzeil ausgewahll wer- 
den. Dies entspricht dem Fall, daB "0" als Verzogemngszeit 
gewahlt wird. 

10 Als nachstes wird fiir jeden Vergleicher 80 die Zeitdiffe- 
renz zwischen der Referenzzeil und der Zeit, zu der der je- 
weilige Vergleicher 80 das Priifsignal erfaBt hat, gemessen. 
Fiir jeden Vergleicher 80 wird der auf dieser Zeitdifferenz 
beruhende Wen als Referenzzeil zum Prufen der Halbleiter- 

15 anordnung 20 vorgegeben. Wenn zum Beispiel die zu einem 
gegebenen Vergleicher 80 gehorige Zeitdifferenz +a betragl, 
wird die Zeit a von der Verzogerungszeit der dem Verglei- 
cher 80 zugcordnctcn Vcrgleichcrvcrzogcrungsschaliung 82 
subtrahiert. In ahnlicher Weise wird die Zeit a zu der Verzo- 

20 gerungszeit der einem gegebenen Vergleicher 80 zugeordne- 
ten Vergleicherverzogemngsschaltung 82 addiert, wenn die 
zu dem Vergleicher 80 gehorige Zeitdifferenz -a beitragt. 

Auf diese Weise konnen die Zeitverschiebungen zwi- 
schen den Vergleichem 80 kalibriert werden. 

25 In einer Weilerbildung kann fur jeden der Vergleicher 80 
anstelle der Vergleicherverzogerungsschaltung 82 ein Spei- 
cher zum Speichem der Verzogemngszeit eingesetzt wer- 
den, um die vorstehend genannte Zeitdifferenz im Speicher 
abzulegen. In diesem Fall wird die im Speicher abgelegte 

30 Zeitdifferenz von der 2^it subtrahiert, zu der der Vergleicher 
80 das Priifsignal erfaBt hat, sobald die Haibleiteranordnung 
20 gepriift wird. Auf diese Weise kann der EinfluB der zwi- 
schen den Vergleichern 80 bestehenden gegenseitigen Zeit- 
verschiebungen aufgehoben werden. Als solcher Speicher 

55 kMr^tMigitMlFWlterMtesrs^^ 

cher oder eine Verzogemngsschaltung mit einstellbarer Ver- 
zogemngszeit Oder dergleichen verwendet werden. Als Ein- 
richtung zum Subtrahieren der Zeitdifferenz kann neben ei- 
ner numerischen Subtraktionsoperation ein analoger Opera- 

40 tionsschallkreis oder eine Verzogemngsschaltung verwen- 
det werden. 

Fig. 14 zeigt eine weitere Ausfiihmngsform der Halblei- 
terpriifeinrichtung. Diejenigen Komponenten, die in Fig, 10 
bereits verwendet wurden, erhalten dieselben Bezugsziffem. 

45 Solche Komponenten werden hier nicht nochmals erlautert. 
Bei der vorliegenden Ausfiihmngsform sind an das Koaxial- 
kabel 64, das dem AusgangsanschluBbein der Haibleiteran- 
ordnung 20 entspricht, nur ein Vergleicher 80B und eine 
Vergleicherverzogemngsschallung 82B angeschlossen. Der 

50 Treiber 76B und die Treiberverzogemngsschaltung 78B, die 
in Fig. 10 gezeigt sind, sind hier weggelassen. Femer liegt 
eine programmierbare Last 180, die den Treiber 76A mil ei- 
nem gewiinschten Lastwert beaufschlagt, parallel zum Trei- 
ber 76A und Vergleicher 80A. 

55 Als erstes werden die Haibleiteranordnung 20 und die 
Prufplatine 10 vom Sockel 50 entfernt. Dann werden die 
von der Treiberverzogemngsschaltung 78A hervorgemfene 
Verzogemngszeit und die von der Vergleicherverzogerungs- 
schallung 82A hervorgemfene Verzogemngszeit auf "0" ge- 

60 selzt. Als nachstes wird die Zeitspanne tl von der Zeit, zu 
der sich die Ausgangsspannung des Treibers 76A anderl, bis 
zu der Zeit, zu der der Vergleicher 80A den reflekderlen 
Strom erfaBt, d. h. die 2feilspanne, die das Priifsignal beno- 
tigt, um vom Treiber 76A zum Sockel 50 und zurtick zu ge- 

65 langcn, gemessen. Indem diese Zeit tl durch zwci gctcilt 
wird, wird die Zeitspanne (tl)/2 zwischen der Zeit, zu der 
der Treiber 76A das Priifsignal erzeugt hat, und der Z^eit, zu 
der das Prufsignal zum Sockel 50 iiberlragen wird, gewon- 
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nen. Die Ubenragungszeit (ll)/2 des Priifsignals wird fur je- 
den der Treiber 76A geinessen. Auf diese Weise konnen die 
Zeildifferenzen Adr zwischen den Priifsignalen, die von den 
Treibern 76 zutti Sockel 50 Ubertragen werden, etmitlel! 
werden. 5 

Fig, 15 zeigl ein Vcrfahren zuin leichten Eniiitteln der Si- 
gnalubertragungszcil voin Sockel 50 zum Vergleicher SOB. 
Die KurzschluBplaiine lOB ist auf dem Sockel 50 montiert, 
uiii ein Prufisignal am Treiber 76A zu erzeugen. Das Priifsi- 
gnal gelangi durch das Koaxialkabel 62, die KurzschluBpla- lO 
tine lOB und das Koaxialkabel 64 und wird durch den Ver- 
gleicher SOB cnipfangen. Die Zeitspanne t2 zwischen der 
Zeit, zu der der Treiber 76 das Prufsignal erzeugl hat, und 
der Zc'iU zu der der Vergleicher SOB das Prufsignal einp- 
fangt, d. h. die Signalubertxagungszeit zwischen dem Trei- 15 
ber 76 und den» Vergleicher SOB, wird gemessen. Dann wird 
t2 von der Ubenragungszeit (tl)/2 zwischen dem Treiber 76 
und dem Socket 50 subtrahicrt. Auf dicsc Wcisc wird die Si- 
gnalubcrtragungszeit t3 vom Sockel 50 zum Vergleicher 
SOB ermittelt, Indcm die Signalubertragungszeit t3 fiir jeden 20 
der Vergleicher SOB geiTiessen wird, kann die Zeitdifferenz 
Acp zwischen den Prufsignalen, die vom Sockel 50 iiber 
verschiedene Pfade zum Vergleicher SOB ubertragen wer- 
den, emiitteli werden. 

Die gegenseiligen Z>citverschiebungen zwischen den 25 
Treibern 76A konnen aufgehoben werden, indem die fiir die 
Treiberverzogcrungsschaltung 78 eingestellte Verzoge- 
rungszeit auf der Grundlage der Zeitdifferenz Adr, die mit 
den Pfaden auf der Seile des Treibers 76A zusammenhangt, 
geandert wird. AuBerdeni konnen die gegenseiligen Zeitver- 30 
schiebungen zwischen den Vergleichem SOB aufgehoben 
werden, indem die fiir die Verzogerungsschaltung 82B des 
Vergleichers SOB eingestellte Verzogerungszeii auf der 
Grundlage der Zeiiditferenz Acp, die mit den Pfaden auf der 
Seite des Treibers 76A zusammenhangt, geandert wird. 35 

Fig. 16 zeigl noch eine weitere Ausfuhrungsform der 
Halbleiterprufeinrichtung. Bei der vorliegenden Ausfuh- 
rungsfomi sind mil cineni AnschluB des Sockels 50 zwei 
Koaxialkabel vcrbunden. In diesem Fall tritt keine Fehlan- 
passung auf, wenn die Halbleileranordnung 20 und die Pruf- 40 
platine 10 enlfcmi werden. Deshalb konnen die Signaluber- 
tragungszeit vom Treiber 76 zum Sockel 50 und die Signal- 
iibertragungszcil vom Sockel 50 zum Vergleicher 90 nichl 
ennittelt werden. Daher wird zunachst eine MasseschluB- 
platine IOC, als Beispicl fur die Priifplatine 10, auf dem 45 
Sockel 50 moniien. Mittels der MasseschluBplatine IOC 
wird jedes Prufsignal unmittelbar auf Massepotential gelegt. 
Infolge dessen wird in der MasseschluBplatine IOC eine Im- 
pedanzfehlanpassung hervorgerufen. Somil wird das durch 
den Treiber 76 crzcugic Signal vom Vergleicher SO reflek- 50 
tiert. 

Als niichstes wird in Fig. 16 die MasseschluBplatine IOC 
vom Sockel 50 abgenomiiien. Die Verzogerungszeit in der 
Verzogerungsschaliung 92 l^iir den Vergleicher 90 wird dann 
auf "0" gesetzi. Sobald ferner das Prufsignal durch den Trei- 55 
ber 76 erzeugl wird, wird es - wie in dem in Fig. 15 darge- 
stellten Fall — iiber die Koaxialkabel 62 und 64 zum Verglei- 
cher 90 ubertragen. Die Signalubertragungszeit t2 vom Trei- 
ber 76 zum Vergleicher 90, d. h, die Zeitspanne vom Zeit- 
punkt, zu dem der Treiber 76 das Prufsignal erzeugl, bis zum 60 
Zeitpunkt, zu dem der Vergleicher 90 das Prufsignal emp- 
fangt, wird gemessen. Die Signalubertragungszeit l3 zwi- 
schen dem Sockel 50 und dem Vergleicher 90 kann ermittelt 
werden, indem von t2 die Signaluberu-agungszeit (tl)/2 zwi- 
schen dem Sockel 50 und dem Treiber 76 subtrahicrt wird. 65 
Indem die Signalubertragungszeit t3 zwischen dem Sockel 
50 und dem Vergleicher 90 gemessen wird, kann die Zeitdif- 
ferenz Acp zwischen den Prufsignalen, die vom Sockel 50 



907 A 1 

16 

iiber verschiedene Pfade zu den Vergleichem 90B ubertra- 
gen werden, ermittelt werden. 

Die gegenseitigen Zeitverschiebungen zwischen den 
Treibem 76A konnen aufgehoben werden, indem die fiir die 
Treiberverzogemngsschaltung 78 eingestellte Verzoge- 
rungszeit auf der Grundlage der 2^itdifferenz Adr, die mit 
den Pfaden auf der Seile des Treibers 76A zusammenhangt, 
geandert wird. 

Aufierdem kGnnen die gegenseiligen 2^iiverschiebungen 
zwischen den Vergleichem 90 aufgehoben werden, indem 
die fiir die Verzogerungsschaltung 92 des Vergleichers 90 
eingestellte Verzogerungszeit auf der (irundlage der Zeitdif- 
ferenz Acp, die mit den Pfaden auf der Seite des Treibers 
76A zusammenhangt, geandert wird. 

Fig, 17(a) ist eine Draufsicht auf die MasseschluBplatine 
IOC, Fig. 17(b) ist eine Stimansicht der MasseschluBplatine 
IOC. An der Unterseite der MasseschluBplatine IOC sind 
Kontaktanschliissc 30 zum Bcriihrcn cincr crslcn Rcihe von 
Sockelanschlussen 12 und einer zweiten Reihe von Sockel- 
anschlussen 14 des Sockels 50 angeordnet. Mit der ersien 
Reihe von Sockelanschlussen 12 des Sockels 50 verbundene 
Signalleiterbahnen 32 sind auf der Oberseite der Masse- 
schluBplatine IOC mit der Masseflache 36 kurzgeschlossen. 
Daher sinkt die Leitungsimpedanz des Priifsignals schnell 
auf einen kleinen Wert, nachdem die MasseschluBplatine 
IOC auf Masse gelegt wird. Infolge dieser Impedanzfehlan- 
passung wird das vom Treiber 76A erzeugte Signal von der 
MasseschluBplatine IOC refleklien und vom Veigleicher 
SOA erfafit. 

Fig. 18 zeigt eine weitere Ausfuhrungsform der Halblei- 
terprufeinrichtung. Bei dieser Ausfuhrungsform sind zwei 
Koaxialkabel 62 und 64 mit einem AnschluB des Sockels 50 
verbunden. An jedem Koaxialkabel sind ein Treiber, eine 
Treiberverzogemngsschaltung, ein Vergleicher, eine pro- 
grammierbare Last und eine Vergleicherverzogerungsschal- 
tung angeschlossen. In diesem Fall ist die MasseschluBpla- 
tine IOC auf dem Sockel 50 montiert. Dann werden von den 
Treibem 76 und 77 nacheinander Priifsignale erzeugt. Die 
vom Sockel 50 reflekuerten Priifsignale werden von den 
Vergleichem 80 bzw. 90 erfaBt. 

Auf diese Weise kann die Zeitdifferenz Adr zwischen der 
Uberlragungsverzogerungszeit vom Treiber 76 zum Sockel 
50 und der Ubertragungsverzogeningszeit vom Treiber 77 
zum Sockel 50 ennittelt werden. Aufgrund dieser Zeitdiffe- 
renz Adr konnen die Zeitverschiebungen zwischen den Trei- 
bern 76, die Zeitverschiebungen zwischen den Treibem 77, 
die Zeitverschiebungen zwischen den Vergleichem 80 und 
die Zeitverschiebungen zwischen den Vergleichem 90 unter 
Verwendung der Verzogerungsschaltungen 78, 79, S2 bzw. 
83 kalibriert werden. 

Fig. 19 zeigt ein abgewandeltes Beispiel fiir das im Zu- 
saimnenhang mit Fig. 18 veranschaulichte Verfahren zum 
Kalibrieren der Halbleiterprufeinrichtung. Um die Zeich- 
nungsfigur iibersichtlich zu machen, sind die in Fig. 18 ge- 
zeigten Verzogemngsschaltungen 78, 79, 82 und 83 hier 
weggelassen. Femer erhalten diejenigen Komponenten, die 
bereits in Fig. 18 verwendet wurden, dieselben Bezugszif- 
fem. Sole he Komponenten werden hier nicht nochmals er- 
lauiert. Bei der vorliegenden Ausfuhrungsform konnen 
Priifsignale von einem Signalformer 160 an zwei Treiber 76 
und 77 gelegt werden. Ferner liegt zwischen dem Signalfor- 
mer 160 und dem TVeiber 77 ein Gatter 162, das steuert, ob 
das Priifsignal durchgelassen wird oder nicht. GemaB dem 
vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel besteht keine Notwen- 
digkcit, cincn Signalgcncrator zum Erzeugen von Priifsigna- 
len oder einen Signalformer oder dergleichen fiir jeden der 
beiden Treiber 76 und 77 vorzusehen. Deshalb kann diePrii- 
feinrichtung kostengiinstig gebaut werden. 
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Fig. 20 isi eine vergroBerte Ansicht der OffnungseinheiL 
120 des Rahmens 100, der Halierungseinheit. 110 und der 
Priifplatine 10. Das kreisfomiige Saulenelement 104 des 
Rahmens 100 ist so angeordnet, daR es die Halterungsein- 
heit 110 durchdringt. Die Halierungseinheit 110 ist mil Hilfe 
des Befcstigungsglieds 106befestigt. Die Halierungseinheit 
110 halt die Prufplatine 10 oder die Halbleiteranordnung 20. 
Da zwischen der Halierungseinheit 110 und der kreisformi- 
gen Saule 104 ein groBes Spiel ausgebildel ist, kann die Hal- 
ierungseinheit 110 bezuglich des Rahmens 100 im Bereich 
des Spiels frei verschoben werden. Eine Feder 102 driickl 
die Halierungseinheit 110 zum Sockel 50. Auf dem Sockel 
50 isl ein Posilionierzapfen 108 mit konischer Spilze ange- 
brachl. 

Der Posilionierzapfen 108 wirkt als Fuhrungsmechanis- 
nius, der die Halierungseinheit 110 bzw. die Prufplatine 10 
in passcnde Stellungen fuhrt. Das heifit, die HaUerungsein- 
hcit 110 wird in cine gccignclc Stcllung gcbracht, indem der 
Positionierzapten 108 in Positionierbohrungen der Halte- 
rungseinheit 110 gesteckt wird. Daher konnen der erste Sok- 
kelanschluB 12 und der zweile SockeianschluB 14 des Sok- 
kels 50 milder Prufplatine 10 bzw. den Kontaktanschlussen 
30 der Halbleiteranordnung 20 genau in Beriihrung Ireten. 

Fig. 2 1 ist eine Draufsicht auf den Rahmen 100. An den 
beiden Enden des Rahmens 100 isl je ein GrilT 140 zum Er- 
greifen des Rahmens 100 durch Menschen- oder Roboter- 
hande ausgebildel. Jede der Halteningseinheiten 110 kann 
innerhalb des Rahmens 100 unabhangig von den anderen 
Halterungseinheilen 110 verschoben werden. Um jede der 
Halterungseinheiten 110 sicher in Kontakt mit dem Sockel 
50 zu bringen, wurde herkommlich jede der Halterungsein- 
heilen 110 zunachst auf dem Sockel 50 montieri. Danach 
wurde die Hallerungseinheil von oben befestigt, GeniaB 
dem vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel, wird jede der Hal- 
terungseinheiten 110 in die passende Lage verschoben, 
wenn der Rahmen 100 auf der Halbleiterprufeinrichtung 
monliert wird.'Deshalb kann eine Vielzahl von Prufplatinen 
10 oder Halbleiteranordnungen 20 leicht montien oder ent- 
femt werden. 

Indem mehrere Rahmen 100, auf denen eine benotigle 
Prufplatine 10 vormontiert isl, und ein Rahmen 100, auf 
dem eine Halbleiteranordnung 20 vormontiert ist, hergerich- 
let werden, wird es insbesondere moglich, durch einf aches 
Auswechseln des Rahmens 100 die Art der Prufplatinen 10 
zu andern oder die Prufplatinen 10 durch die Halbleiteran- 
ordnungen 20 zu ersetzen. 

Beim vorslehend beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel 
wurde die Prufplatine 10 anstelle der Halbleiteranordnung 
20 montieri, um die Halbleiterprufeinrichtung zu kalibrie- 
ren. GemaB dem vorslehend beschriebenen Ausfuhrungs- 
beispiel ist der Signalpl^d, der fiir die eigentliche Priifung 
der Halbleiteranordnung 20 verwendet wird, nahezu gleich 
dem Signalpfad, der zur Kalibrierung der Halbleiterprufein- 
richtung verwendet wird. Deshalb stiminen die Leitungsim- 
pedanzwerie der beiden Falle ungefahr uberein. Somit kann 
die Halbleiterprufeinrichtung in einem Zustand kalibriert 
werden, der der latsachHchen Verwendung sehr nahekommt. 
Als weiteres Ausfuhrungsbeispiel konnen jedoch die Halb- 
leiteranordnung 20 und der Sockel 50 von der Halbleiterpru- 
feinrichtung abgenommen und die Prufplatine 10 unmiltel- 
bar auf der Sockelplaline 60 montieri werden. In diesem Fall 
unterscheidet sich die Leitungsimpedanz der tatsachlichen 
Gebrauchssitualion geringfugig von der Leitungsimpedanz 
der KaUbriersituaiion. Da jedoch die Flache der Sockelpla- 
tinc 60 groBcr als die Flachc der Obcrscitc des Sockcls 50 
isl, kann die MeBspitze 44 leicht mit der Signalleilung in 
Kontakt gebracht werden. 

Fig, 22 isl eine Draufsicht auf die Sockelplaline 60, auf 



der eine MeBplaiine lOD montieri ist. An der Oberseite der 
MeBplatine lOD sind Signalleilerbahnen 132 in vorgegebe- 
nem Abstand voneinander angeordnet. Sobald der Signalan- 
schluB 40 der MeBspitze 44 mit der MeBplatine lOD in Kon- 
5 takt gebracht wird, kann daher verhindert werden, daB der 
SignalanschluB 40 einen KurzschluB zu einer weileren Si- 
gnalleilerbahn 132 bildet. Femer ist an der Oberseite der 
MeBplatine lOD eine Masseflache 136 ausgebildet. Die 
Masseflache 136 isl jeder der Signalleilerbahnen 132 be- 
10 nachbart. Die kiirzeste Enlfemung von der Masseflache 136 
zu jeder der Signalleilerbahnen 132 betragt weniger als 
2 mm. Deshalb konnen der SignalanschluB 40 der MeB- 
spitze 44 und der MasseanschluB 42 leicht mit je einer der 
Signalleilerbahnen 132 bzw. mit der Masseflache 136 in 
15 Kontakt gebracht werden. Da auBerdem die kurzesten Ab- 
stande von der Masseflache 136 zu den Signalleiterbahnen 
132 im wesentlichen gleich groB sind, ist die Varianz zwi- 
schen den Lcitungsimpcdanzwcrtcn der Signalc gcring. 
FolgUch kann jedes der Signale genau gemessen werden. 
20 Altemaliv kann man viele solche Prufplatinen 10, die an- 
stelle der Halbleiteranordnung 20 und des Sockels 50 mon- 
tien werden konnen, herrichten, und jede der Prufplatinen 
10 kann von der in Fig. 20 gezeigten Halierungseinheit 110 
gehalten werden. Zum eigentlichen Prufen des Halbleiters 
25 wird zusatzlich zur Halbleiteranordnung 20 ein fur die Halb- 
leiteranordnung 20 geeigneter Sockel 50 auf der Halierungs- 
einheit 110 und dem Rahmen 100 montiert. Durch Vorberei- 
tung von Rahmen 100, auf denen benotigte Arten von Pruf- 
platinen montiert sind, kann von den Prufplatinen 10 einer 
30 Art schnell auf die Prufplatinen 10 einer anderen Art iiber- 
gegangen werden, oder die Prufplatine 10 kann durch einfa- 
ches Auswechseln der Rahmen 100 durch die Halbleiteran- 
ordnung 20 ersetzt werden. 

Es sei bemerkt, daB bei der oben beschriebenen Kalibrie- 
35 rung verschiedene Arten von Anschliissen miteinander in 
Kontakt gebracht werden miissen. In diesem Fall kann die- 
ses Verfahren unter Verwendung eines Roboters anstelle von 
menschlichen Handen durchgefiihrt werden. Infolge dessen 
kann ein gleichmaBiger Druck ausgeubt werden, und die 
40 Produktivitat wird verbesserl. AuBerdem wurde beim vor- 
liegenden Ausfuhrungsbeispiel das Priif signal zwar unter 
Verwendung eines Oszilloskops erfaBt, altemativ kann das 
Priifsignal jedoch zum Beispiel unter Verwendung eines 
Standardtreibers und eines Standard vei^leichers oder der- 
45 gleichen erfaBt werden. 

Somit kann gemaB der vorliegenden Ausfuhrungsform 
die Genauigkeit der Kalibrierung der Halbleiterprufeinrich- 
tung verbesserl werden. Da eine Mehrzahl von Halbleiteran- 
ordnungen leicht auf der Priifeinrichtung montiert werden 
50 konnen, kann auBerdem die Effizienz der Halbleiterpriifun- 
gen verbesserl werden. 

Fig, 23 zeigt eine weilere Ausfuhrungsform der Priifpla- 
tine 10. Im Zusammenhang mit Fig. 23 werden diejenigen 
Komponenten, die bereits in Fig, 10 verwendet wurden, hier 
55 nichl mehr erlautert. Die Prufplatine 10 wird auf dem Pruf- 
kopf 70 so montiert, daB sie mit den am Prufkopf 70 ange- 
ordnelen POGO-Stiflen 204 in Kontakt gelangt. Die an der 
Unlerseite der Prufplatine 10 ausgebildeten Kontaktan- 
schlusse 30 sind so angeordnet. daB sie hinsichtlich ihrer 
60 Lage mit den POGO-Stiften 204 des Prufkopfs 70 iiberein- 
stimmen. Die jeweilige Signalleiterbahn 32 und die Masse- 
flache 36, die auf der Oberseite der Prufplatine 10 ausgebil- 
det sind, sind so angeordnet, daB sie hinsichtlich ihrer Lage 
mit dem SignalanschluB 40 der MeBspitze 44 bzw. dem 
65 MasseanschluB 42 ubcrcinstimmcn. Die Signalleiterbahn 32 
der Prufplatine 10 und die Masseflache 36 sind elektrisch 
mit den Kontaktanschlussen 30 verbunden. Somit wird die 
Priifplatine 10 durch Anpassung der Kontaklanschlusse 30 
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dcr IVuIpl aline 10 an <lic Anordnung der Sockelplatine 60, 
dcr I .ciMLint!spljiinc 66 <xlcr dcr Anschliisse des Priifkopfs 
70 nichi nur uiiritcni Sivkcl 50, sondcm auch auf der Sok- 
kclpLiiinc »h!ct dcr I .ciMnn*!splulinc 66 oder deni Pruf- 
kopl'TO nioniicn. 5 

IXt lViillv*»pr 70 cniptan^i cine Anweisung aus dem 
TIaupiicil 20K ilcr IVulcinrichtun^, cr/cugl ein Priifsignal 
v(»r^ci:cbcncn IV^jcIs und licicn das Frufsignal tiber die 
IXXJO-Siilic 204 an die I'riilplaiinc 10. Der Prufkopf 70 
cniliali cine cini!chciicic Pin-1!!ckironik 206. Diese umfaBt 10 
mchrcrc IVciKcr 76. cine MYcihcrvcr/ogcrungsschaltung 78, 
cinen Vcrvlcieher KO uml cine Vcrglcicherverzogerungs- 
schaliuni! 82 (in ilcr I i>:ur nichi dargcstellt). Das Oszillo- 
.skop 2(M> isl cin vorkalihrienc; McBgeral. Das Oszilloskop 
200 isl iibcr cine vt»n hcitlcn Scitcn slcucrbare Kommunika- 15 
lionscinrielming. /uiii licispicl cm CiPFB oder deigleichen, 
mil dcni Ilaiipiicil 2«l *K.t lYuicinrichiung verbunden. Da- 
hcr kann cine Mcssiinj: unicr pc\% iinschlcn Bcdingungcn cr- 
folgcn. Die /citdaicn McLicrycbnisscs werden im 

ITaupticil 208 ilcr IViilemnchiurv als Kalibrierungsdaten 20 
oder lieiirieilun>!skriiener> xerucfiilci. Der Hauptteil 208 der 
Pruleinrichuin^ ucisi eiiv I !j jfM ver/tSgcrungsschaltung 
210 aul" und isl dalier m .Icr I .«;e. iScn Vorgubewcrl der Ver- 
/.ogeruni!s/.ciicn liir »!ic \vr):k-KhvTwcrA>gcrungsschallung 
82 b/.w. die *lrcibcr\cr/«»>:c:uiij:\N».liuIui:ig 7K dcr Pin-Elek- 25 
ironik 206 cin/usictlcn. 

Das Hctcren/iinpulsMynjI 22%^ ^Alrd v*»n *lcin im Prufkopf 
70 angcordncicn Rclcrcn/^ij:n.j|jnwhlur» 221 an den Trig- 
gcrcingang dcs ()s/ill»»sk*M*^ 2*"^ vvliclcri. Aul* dcr Grund- 
lagc dcs Kcrcrcn/.iniptil\M>:riaU 22l> siclM dcr Trciber 76 die 30 
Zcil /UIII Ausgcben lics I'mKivMudN cm. IVr mil dem Oszil- 
loskop 200 verbuniicne Si^'hjI jjiv. lilur. -141 tier VTcBspitze 44 
und der MasseanseliluLi 42 Nuln^ti mil dcr Sigiialleiterbahn 
32 der Prufpl aline 10 b/u. »Wf M js'>*.'llache 36 in Kontakt. 
Intblge (lessen sind der .Sicn.il.iri^*. tdi.ll 40 und dcr Massean- 35 
.schluB 42 clekiriseh mil dcr .Sijrna.lcucrbahn 32 der Priifpla- 
tinc 10 b/.w. dcr Masscllijchc M% \crtHin*lcn. 

Fig. 24 ist cin AnscbluUpLm lur die in Fig. 23 gezeigte 
Ilalblciicrprufcinrichiung. Die IViilj^aiinc 10 isl elektrisch 
mil dcr Pin-l:lckironik 20l* \cfbiin»U:n. Die Kontaktan- 40 
schlussc 30 der Pmfplaiiiic lO su »n.n iiiii ticn POGO-Stiften 
204 in Kontaki, die an ilcn Au^>:a^^•c^ l*i tier Pin-Elektronik 
206 angeordnet sind. Die Pnilpl.tfirk- 10 win! so kalibriert, 
daB die Zciipunkte, /u dencn %lic IrciKcr 76 die Priifsignaie 
an den Signalleitcrbahnen 32 .MiNircbcn. ubercinstimmen. 45 

Hg. 25 ist cin l*luL>(tiagramii» /iir \'crjnschaulichung des 
Verfahrcns /uni Kalibricrcn ilcr m Fig. 2.< *.xicr 24 gezeigten 
Halbleiicrprufcinrichiung. l-'s sci hicr hcmcrku daB der lech- 
nische Anwendungsbcrcich dcx in ilicvciii I'luBdiagramm 
dargcslellten Verfahrcns /.um Kalibncrcn %lcr Halblcilerprii- 50 
feinrichtung nicht auf die in Fig. 2 ^ «*kT 24 j.»o/ciglc Halb- 
leiterprufeinrichlung bcschranki im. Dus vorlic^cnde Ver- 
fahren zum Kalibricrcn dcr llaiblciicrprulcinnchiung ist auf 
jede Halbleilerprufcinrichlung anucrnlbar. ilie cin aus einem 
McBobjekl empfangencs Signal unlet Vcr>\ cnilung cinesex- 55 
temen McBgerats luiBi, indeiii man die McBspii/c 44 in 
Kontaki niit dem McBobjekl Ircicn laDi. lieim hcrkommli- 
chen Kalibrierverfahren besichi die Moglichkeil, daB ein 
fehlerhafter Kontaki zum McU^bKrki nichi crkannt werden 
kann. Daher wird beini vorlicjrcmlcn Ausfuhrungsbeispiel 60 
der Zustand dcs Kontakts zwisclicn dcr McBspitze 44 und 
dein MeBobjeki geprufi, bcvor dcr Trciber 76 kalibriert 
wird. 

Als erstes werden der Signalanschlut^ 40 iter McBspitze 
44 und dcr MasscanschluB 42 mil tk:r Signalleiierbahn 32 65 
bzw. der Masse fl ache 36 dcr Pmlpl aline 10 in Kontakt ge- 
bracht (S302). Solange die Mct5spii/c 44 mil licr Priilplatine 
10 in Konlak! steht, wird als niichsics ilic Ubcr)»angszeit, 
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d. h, die 2^iispanne, die die Kurve des vom Treiber 76 aus- 
gegebenen Priifsignals zum Ansteigen bzw. Abfallen beno- 
tigt, mil Hilfe des Oszilloskops 200 gemessen (S304). Hier- 
bei wird der /ustand des Kontakts zwischen der MeBspitze 
44 und der Prufplaline 10 unter Verwendung entweder des 
Anstiegs oder des Abfalls der Kurve beurteilt. Als nachsles 
wird beurteilt, ob die gemessene Ubergangszeil im er- 
wiinschten Ubergangszeitbereich liegt, und der Schritt ver- 
zweigl sich dann (S306). Wenn in dem Schritt S306 zur Be- 
urteilung der Ubergangszeil festgesielll wird, daB die Uber- 
gangszeil auBerhalb des vorgeschriebenen Bereichs liegt, 
werden die Schritte S302 (Anlegen der MeBspitze), S3r)4 
(Messen der Ubergangszeil) und S306 (Beurteilen der Uber- 
gangszeil) eine vorgegebene Anzahl von Malen wiederholt. 

Dabei wird geprufi, ob der Schritt S302 (Anlegen der 
MeBspitze), der Schritt S304 (Messen der Ubergangszeil) 
und der Schritt S306 (Beurteilen der Ubeigangszeii) bereiis 
die vorgegebene Anzahl von Wicdcrholungcn durchlaufcn 
haben (S322). Wenn die Ubergangszeil auch nach der vorge- 
gebenen Anzahl von A^^ederholungen des Schritts S302 
(Anlegen der MeBspitze), des Schritts S304 (Messen der 
Ubergangszeil) und des Schritts S306 (Beurteilen der Uber- 
gangszeil) auBerhalb des vorgeschriebenen Bereichs liegt, 
wird feslgestelit, daB die MeBspitze 44 mil der Priifplatine 
10 nicht in Kontakt steht. Der Kontaktfehler wird dann von 
der Halbleiterpriifeinrichtung nach auBen gemeldet (S326). 
Der Priifbetreiber untersuchi dann den fehlerbehafteten 
Kontakt teil in der Ubertragungsleitung zwischen dem Trei- 
ber 76 und der Priifplatine 10 und entfemt etwaigen Slaub. 

Fig, 26 zeigl die MeBkurven von drei Arten des Aufset- 
zens der MeBspitze fur den Fall, daB im Schritt zur Messung 
der Ubergangszeil (S304) der Anslieg der Kurve gemessen 
wird. Die erste Kurve So entsprichl dem Zustand eines zu- 
friedenstellenden Kontakts. Die zweite Kurve 54 entsprichl 
dem Fall, daB der MasscanschluB 42 der MeBspitze 44 und 
die Masseflache 36 der Priifpladne 10 offen sind. Die dritte 
Kurve 56 entsprichl dem Fall, daB zwischen dem Masscan- 
schluB 42 und der Masseflache 36 ein hoher Widerstand von 
etwa mehreren hundert Ohm besteht. Die "Obergangszeit- 
dauer wird wie folgt berechnet. Das 20%-Niveau und das 
80%-Niveau werden als zwei Schwellwerte festgelegt. Die 
Zeil, zu der der Wert der Kurve das 20%-Niveau erreicht, 
wird von der "Zj&iu zu der der Wert der Kurve das 80%-Ni- 
veau erreicht, subtrahierl, um die Ubergangszeitdauer zu er- 
halten. 

Die Ubergangszeil Trl der ersten Kurve So stimmt nahe- 
rungsweise mil der normalen Ubergangszeil iiberein. In die- 
sem Fall wird ohne wei teres geuneill, daB der Kontaktzu- 
stand zufriedenstellend ist. Die Ubergangszeil Tr3 der zwei- 
ten Kurve S4 betragt ein Mehrfaches der Ubergangszeil Trl, 
die naherungsweise mil der normalen Ubergangszeit iiber- 
einstimml. In diesem Fall kann geurteill werden, daB der Zu- 
stand des Kontakts zwischen dem MasscanschluB 42 und 
der Masseflache 36 unzureichend ist. Die Ubergangszeit Tr2 
der dritten Kurve 56 betragt ebenfails ein Mehrfaches der 
Ubergangszeit Trl, die naherungsweise mil der noniialen 
Ubergangszeit ubereinstimml, Auch in diesem Fall kann 
geurteill werden, daB der Zustand des Kontakts zwischen 
dem MasscanschluB 42 und der Masseflache 36 unzurei- 
chend isl. 

An stall die Ubergangszeil zu messen, kann gemaB einer 
weiteren Ausfiihrungsform der Zustand des Kontakts zwi- 
schen dem MasscanschluB 42 und der Masseflache 36 auf 
folgende Weise beurteilt werden. Als erstes wird auf der 
Grundlagc cincs Signalnivcaus, das zu cincr bcsiimmtcn 
Zeitinnerhalb des Anstieg- oder AbfaUintervalls des Priifsi- 
gnals normal ist, ein gewunschter Schwellwertbereich fest- 
gelegt. Dann wird beurteilt, ob das Niveau des gemessenen 
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Signals im gewunschien Schwellweribereich iiegt oder 
nicht. Wenn zum Beispiel die Zeit, zu der das Signalniveau 
gemessen wird, Ts ist und der Schwellwertbereich uber 80% 
des Niveaus des nonnalen Signals festgelegl ist, liegt das 
Niveau der Kurve So im Schwellwertbereich. In diesem Fall 
liegen jedoch die Kurven S4 und S6 auBerhalb des Schwell- 
wertbereichs. Daher wird geurteilt, dafi der von der Kurve 
So angezeigle Koniaktzustand zufriedenstellend und die von 
den Kurven S4 und S6 angezeigien Kontaktzustande unzu- 
reichend sind. 

Fig. 27(a) ist eine schematische Darstellung der Halblei- 
terpruleinrichtung zur Veranschaulichung eines weileren 
Kaiibrierverfahrens. Fig, 27(b) ist ein AnschluBplan der 
Halblciterpriifeinrichtung zur Veranschauhchung eines wei- 
icrcn Kaiibrierverfahrens. In den Fig. 27(a) und (b) erhalten 
diejcnigen Komponenten, die bereits in den Fig. 23 und 24 
verwcndei wurden, dieselben Bezugsziffem, Solche Kom- 
poncnicn wcrdcn hicr nicht mchr crlautcrt. Die Lcistungs- 
platine 66 ist so montiert, daB sic die POGO-Stifte 204 be- 
ruhrt und isi niit den POGO-Stiften 204 elektrisch verbun- 
den. Der Sockel 50, auf deni die Halbleiteranordnung 20 
Oder die Prufplatine 10 montiert ist, ist uber das Koaxialka- 
bcl 64 mit der Leistungsplatine 66 verbunden. Der Sockel 
50 iiefert von den Treibern 76 innerhalb der Pin-Elektronik 
206 erzeugie Prulsignale uber das Koaxialkabel 64 an die 
Halbleiteranordnung 20 oder die Prufplatine 10. Bei der in 
Fig. 27 gezeiglen Halbleiterpriifeinrichtung besteht die 
Moglichkeit, daB ein Kontaktfehler am Kontaktpunkt 272 
zwischen dem PCXjO-Stift 204 und der Leistungsplatine 66 
auftritt. 

Fig. 28 ist ein FluBdiagramni zur Veranschaulichung des 
Verfahrens zum Kaiibrieren der in Fig. 27 gezeigten Halb- 
leiterprufeinrichlung. Als erstes wird unter Verwendung des 
am Treiber 76 angeschlossenen Vergleichers 80 die Reflexi- 
onssfgfftl&fTO, dJe vom 
Sockel 50 reflektiert worden ist, in den Hauptteil 208 der 
Prufeinrichtung eingegeben. Die eingegebene Signalkurve 
wird dann im Hauptteil 208 der Prufeinrichtung gemessen 
(S404). Als nachstes wird im Hauptteil 208 der Prufeinrich- 
tung beurteilt, ob die gemessene Reflexionssignalkurve im 
vorgeschriebenen Bereich liegt oder nicht (S406). Wenn die 
gemessene Reflexionssignalkurve nicht im Sollbereich liegt, 
verzweigt sich der Ablauf zu einem Schritt zur Prufung der 
Anzahl von Schleifendurchlaufen (S322). 

Wenn festgestellt wird, daB die gemessene Reflexionssi- 
gnalkur\'e auBerhalb des vorgeschriebenen Bereichs Hegt, 
wird die Leistungsplatine 66 emeut mit den POGO-Stiften 
204 in Kontakt gebracht (S424). Der Schritt S404 (Messen 
der Reflexionssignalkurve) und der Schritt S406 (Beurteilen 
der Reflexionssignalkurve) werden dann wiederholt. Als 
nachstes wird abgefragi, ob der Schritt S424 (erneutes In- 
Kontakt-Bringen), der Schritt S404 (Messen der Reflexions- 
signalkurve) und der Schritt S406 (Beurteilen der Reflexi- 
onssignalkurve) die vorgeschriebene Anzahl von Wiederho- 
lungen durchlaufen haben (S322). Wenn festgestellt worden 
ist, daB die gemessene Kurve inimer noch auBerhalb des 
SoUbereichs liegt, nachdem der Schritt S424 (erneutes In- 
Kontakt-Bringen), der Schritt S404 (Messen der Reflexions- 
signalkurve) und der Schritt S406 (Beurteilen der Reflexi- 
onssignalkurve) die vorgeschriebene Anzahl von-Wiederho- 
lungen durchlaufen haben, wird gefolgert, daB der Kontakt 
zwischen der Leistungsplatine 66 und den POGO-Stiften 
204 fehlerhaft ist. In diesem Fall wird der Kontaktfehler von 
der Halbleiterpriifeinrichtung nach auBen gemeldet (S326). 

Fig. 29 zcigt cin Beispiel fur cine rcflckticrtc Kurve, die 
in dem zum Messen der Reflexionssignalkurve dienenden 
Schritt S404 gemessen wird. Die in Fig. 29(b) gezeigte 
Ubergangskurve SIO wird in dem zum Messen der Reflexi- 



onssignalkurx'e dienenden Schritt S404 gemessen. Die 
Ubergangskurve SIO tritt im Normalfall auf. Der Ubergang 
der Reflexionssignalkurve ist beslimmt durch das Aus- 
gangssignal des Treibers 76 und die Lange der Ubertra- 

5 gungsleitung. Dies bedeutet, wie in Fig. 29(a) gezeigt, daB 
die Ubergangskurve SIO im Normalfall zuerst beim Niveau 
V2, d. h. bei der Halfte des Niveaus V4, einen Knick hat und 
das Niveau V4 nach der Zeit Tl erreicht, d. h. nach der Zeit- 
spanne, die der Impuls benotigt, um aiif der Ubertragungs- 

10 leitung vor und zuruck zu laufen. Die Ubergangskurve SIO 
wird als Referenzkurve verwendet, um die gemessene Uber- 
gangskurve S12 mit der I'Jbergangskurve SIO zu verglei- 
chen. In dem zum Beurteilen der Reflexionssignalkurve die- 
nenden Schritt S406 wird die Differenz zwischen den Daten 

15 der gemessenen Ubergangskurve S12 und der als Referenz- 
kurve dienenden Ubergangskurve SIO berechnet. Ob die ge- 
messene Kurve zulassig ist oder nicht, wird aufgrund des 
Vcrtcilungszustands DIO, d. h, aufgrund des Bctrags der bc- 
rechneten Differenz, beurteilt, 

20 Das in den Fig. 28 und 29 gezeigte Kalibrierverfahren ist 
auf das in den Fig. 17, 18 und 19 gezeigte Kalibrierverfah- 
ren anwendbar, in denen die reflektierten Signale unter Ver- 
wendung der MasseschluBplatine IOC erzeugt werden. Fer- 
ner ist das in den Fig. 28 und 29 gezeigte Kalibrierverfahren 

25 auch auf den Fall anwendbar, daB die in Fig. 23 gezeigte 
Prufplatine 10 an einer anderen S telle als dem Sockel 50 
montiert ist, da das reflektierte Signal erzeugt werden kann, 
indem als Prufplatine 10 die MasseschluBplatine IOC ver- 
wendet wird. 

30 Fig. 30 zeigt eine weitere Ausfuhrungsform eines Verfah- 
rens zum Kaiibrieren des Vergleichers 80. Die Anordnung 
der in Fig. 30 gezeigten Halbleiterpriifeinrichtung stimmt 
mit der in Fig. 23 gezeigten uberein, mit der Ausnahme, daB 
die MeBspitze 44 mit dem ReferenzsignalanschluB 221 ver- 

35 bunden tst^un#'das^^^^v 

gebene Referenzimpulssignal 220 iiber die MeBspitze 44 an 
die Prufplatine 10 gelegt wird, Indem das Referenzimpulssi- 
gnal 220 als Referenzzeit an die Priifplatine 10 gelegt wird, 
wird die Referenzzeit mehreren Vergleichem 80 eingegc- 

40 ben, Auf diese Weise werden die Vergleicher 80 kalibriert. 
Das im Zusammenhang mil den Fig, 25 und 26 beschrie- 
bene Verfahren zum Erfassen eines Kontaktfehlers ist auf 
das Verfahren zum Kaiibrieren der Vergleicher 80 anwend- 
bar. Wenn zum Beispiel ein Kontaktfehler zwischen der 

45 MeBspitze 44 und der Prufplatine 10 vorliegt, wird dem Ver- 
gleicher 80 ein Referenzimpulssignal 220, dessen Signal- 
form der in Fig. 26 gezeigten Kurve S4 oder S6 ahnlich ist, 
eingegeben. Auch in diesem Fall werden, wie im Fall der 
Fig. 26, das 20%-Niveau und das 80%-Niveau des Werts der 

50 Kurve So als Schwellwerlniveaus ausgewahlt. Die Zeit, zu 
der das Niveau der Kurve den 20%- Wert erreicht, wird dann 
von der Zeit, zu der das Niveau der Kurve den 80%-Wert. er- 
reicht, subtrahiert, um die Ubergangszeit zu ermitteln. Die 
Differenz zwischen dieser Ubergangszeit und der im Nor- 

55 malfall geltenden Ubergangszeit Trl wird dann erhalten. 
Daher kann - wie bei der Kalibrierung der Ausgabezeit des 
Treibers 76 - der Kontaktfehler zwischen der MeBspitze 44 
und der Prufplatine 10 auch im Vergleicher 80 erfaBt wer- 
den. 

60 Anstatt die Ubergangszeit zu messen, kann gemaB einer 
weiteren Ausfuhrungsform - wie unter Bezugnahme auf 
Fig, 26 beschrieben - der Zustand des Kontakts auf fol- 
gende Weise beurteilt werden. Als erstes wird auf der 
Grundlage eines Signalniveaus, das zu einer besdmmten 

65 Zeit innerhalb des Ansticg- oder Abfallintcrvalls des Prufsi- 
gnals normal ist, ein gewiinschter Schwellwertbereich fest- 
gelegt. Dann wird beurteilt, ob das Niveau des gemessenen 
Signals im gewunschien Schwellwertbereich liegt oder 
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nichi. 

Bisher wurdc die vorliegende Erfindung unler Verwen- 
dung bevorzugtcr Ausfuhrungsformen eriautert. Der lechni- 
sche Anwendungsbereich der vorliegenden Rrfindung ist. je- 
doch nicht aufdiese Ausluhrungsbeispiele beschrankt. Wei- 5 
tere Varianicn und Abwandiungen der vorstehend beschrie- 
benen Ausfuhrungsfornien sind einschlagigen Fachleuten 
ersichtlich. DcMucntsprcchend ist beabsichtigt, daB derartige 
Varianicn und Abwandiungen im Uinfang und allgemeinen 
Erfindungsgcdankcn der vorliegenden Erfindung, wie durch lO 
die nachslehcnden Anspriiche definiert, enthalten sein sol- 
len. 

Patcnianspriiche 

15 

1. Kalibricrvcrfahrcn zuin Kalibrieren einer Ausgabe- 
zeil eincs Priilsignals fur eine Halbleiterpriifeinrich- 
tung, die cincn Sockcl (50) aufwcist, auf dcni cine 
Halbleiteranordnung (20) luontieri wobei der Sockel 
(50) einen crstcn SockclanschluB (12) besitzU der aus- 20 
gebildel isi, das v.u vcrwcndende Priifsignal zum Prii- 
fen der Halbleilcranordnung (20) zuzufiihren, und die 
Halbleiterprufeinrichlung cincn Treiber (76) aufweist, 
der das Priifsignal an den crsien SockelanschluB (12) 
ausgibU mil lolgcndcn Sclirillen: 25 
einem Montagesehrin. boi dciu auf den Sockel (50) 
eine Priifplatine (10) niontierl wird, deren AnschluBan- 
ordnung einer AnschluBanordnung der Halbleiteran- 
ordnung (20) enlsprichl; 

einem Priifsignal-Hrzcugungsschrilt, bei dem das Priif- 30 
signal unter Verwendung des Treibers (76) erzeugt 
wird; 

einem Prufsignal-ErfassuiigsscliritU bei dem das Priif- 
signal erfaBt wird, das die Priifplatine (10) erreicht hat; 
und 35 
einem Ausgabc/eit-Einsicllungsschritt, bei dem die 
Ausgabezeii des Priifsignals auf der Grundlage des im 
Prufsignal-Erfassungsschriil crfaBten Priifsignals ein- 
gestellt wird. 

2. Kalibrierverfahrcn nach Anspruch 1, wobei ein mil 40 
dem ersten SockelanschluB (12) in Kontakt Lretender 
AnschluB (30) der Priifplatine (10) eine Eingangsimpe- 
danz hat, die im wcscnl lichen mil einer Eingangsimpe- 
danz eines mil dem crsicn SockclanschluB (12) in Kon- 
takt tretenden AnschluBbcins (22) der Halbleiteranord- 45 
nung (20) iibereinslimmt. 

3. Kalibrierverfahrcn nach Anspruch 1, wobei ein mit 
dem ersten SockelanschluB (12) in Kontakt Lretender 
KontaktanschluB (30) der IVufplatine (10) mit einer 
Masseflache (36) der Priifplatine (10) verbunden ist 50 
und wobei der Priifsignal-Erfassiingsschritl einen 
Schritt unifaBl, bei dem das Priifsignal gemessen wird, 
das vom Treiber (76) ausgegcben und von der Priifpla- 
tine (10) reflektiert wordcn ist. 

4. Kahbrierverfahren nach Anspruch 1, wobei der 55 
Montageschritt einen Schriii umfaBl, bei dem ein Kon- 
takt zwischen dem Sockcl (50) und der Priifplatine (10) 
auf Fehler unlersuchi wird, indem ein Gleichstromwi- 
derstand zwischen dem Sockel (50) und der Priifplatine 
(10) gemessen wird. 60 

5. Kalibrierverfahrcn nach Anspruch 1, wobei die 
Halbleiterpriifeinrichlung tcmer einen Vergleicher (80) 
aufweist, der das Priifsignal von der Priifplatine (10) 
emp^gt, und wobei der Montageschritt folgende 
Schrittc umfaBt: 65 
einen Reflexionssignal-MeBschritt, bei dem das Priifsi- 
gnal, das vom Treiber (76) ausgegebcn und von der 
Priifplatine (10) reflektiert worden ist, unter Verwen- 



dung des Vergleichers (80) gemessen wird; 
einen Reflexionssignal-Beurteilungsschrill, bei dem 
beurteilt wird, ob eine vom Vergleicher (80) gemessene 
Signalkurve des Priifsignals innerhalb eines voi^e- 
schriebenen Bereichs Hegt oder nicht; und 
einen Kontaktfehler-Meldeschritt, bei dem gemeldet 
wird, daB auf einer Ubertragungsleitung zwischen ei- 
nem Ausgang des Treibers (76) und der Priifplatine 
(10) ein Kontaktfehler vorliegt, wenn die vom Verglei- 
cher (80) gemessene Signalkurve auBerhalb des vorge- 
schriebenen Bereichs liegt. 

6. Kalibrierverfahrcn nach Anspruch 1, wobei die 
Halbleiterpriifeinrichtung ferner eine Verzogerungs- 
schaltung aufweist, die dem Priifsignal eine Verzoge- 
rung gibt, 

und wobei der Priifsignal-Erfassungsschritt einen 
Schritt umfaBt, bei dem das Priifsignal unter Verwen- 
dung des Treibers (76) ausgegcben wird und cin vorgc- 
schriebenes Referenzsignal erzeugt wird, 
und wobei der Ausgabezeit-Einstellungsschritt einen 
Verzogerungseinsiellschritt umfaBt, bei dem ein Betrag 
der Verzogerung, die dem im Priifsignal-Erfassungs- 
schritt durch die Verzogerungsschaltung erfaBten Priif- 
signal gegeben wird, auf der Grundlage einer Phasen- 
diderenz bezuglich des Referenzsignals eingestellt 
wird. 

7. Kalibrierverfahrcn nach Anspruch 6, wobei die 
Priifplatine (10) eine Signalleiterbahn (32) zum Beriih- 
ren des ersten Sockelanschlusses (12) und eine zur Si- 
gnalleiterbahn (32) benachbarte Masseflache (36) auf- 
weist, 

und wobei der Priifsignal-Erfassungsschritt einen 
Schritt umfaBt, bei dem das Priifsignal erfaBt wird, in- 
dem eine an die Masseflache (36) und die Signalleiter- 
bahn (32) angelegte MeBspilze (44) zum Priifen elek- 
trischer Parameter verwendet wird, 

8. Kalibrierverfahrcn nach Anspruch 7, wobei der 
Montageschritt einen Schritt umfaBt, bei dem ein Kon- 
takt auf Fehler gepriift wird, indem ein Gleichstromwi- 
derstand zwischen der elektrische Parameter messen- 
den MeBspitze (44) und der Priifplatine (10) gemessen 
wird. 

9. Kalibrierverfahrcn nach Anspruch 7, wobei der 
Montageschritt einen Kontaktfehler-Priifschritt um- 
faBt, bei dem ein Kontakt zwischen der elektrische Pa- 
rameter messenden MeBspitze (44) und der Priifplatine 
(10) auf Fehler gepriift wird, und wobei der Kontakt- 
fehler-Priifschritt folgende Schritte umfaBt: 

einen MeBspitzen-Kontaktierschritt, bei dem die elek- 
trische Parameter messende MeBspitze (44) mit der 
Prufplatine (10) in Kontakt gebracht wird; 
eine Signalkurven-MeBschritt, bei dem in einem exter- 
nen MeBgerat das Priifsignal, das von der elektrische 
Parameter messenden MeBspitze (44) erfaBt wird, ge- 
messen wird; 

einen Signalkurven-Beurteilungsschritt, bei dem beur- 
teilt wird, ob eine Signalkurve des vom extemen MeB- 
gerat gemessenen Priifsignals innerhalb eines vorge- 
schriebenen Bereichs liegt; und 

einen Kontaktfehler-Meldeschritt, bei dem ein Kon- 
taktfehler zwischen der elektrische Parameter messen- 
den MeBspitze (44) und der Prufplatine (10) gemeldet 
wird, wenn die vom extemen MeBgerat gemessene Si- 
gnalkurve auBerhalb des vorgeschriebenen Bereichs 
liegt. 

10. Kalibrierverfahrcn nach Anspruch 1, wobei der 
Sockel (50) ferner einen zweiten SockelanschluB (14) 
aufweist, der mit der Halbleiteranordnung (20) in Kon- 
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laki I rill unit cin clckirischcs Signal aus der Halbleiter- 
am^rilniini: (20) LMnpllinizt, 

unil wohci iltc llaiblciicTprufcinrichtung femer einen 
Vcr*»loicher /iiiii Mnipranocn cines aus dem zweiten 
SivkcIanscliluU ( 14) /.ujicruhrtcn Signals aufweist, 5 
Limi wobci ilic IViilpbiinc (10) cine KurzschluBplatine 
(lOli) mil cincr Kur/schluUbuhn isl, die den ersten 
SivkclanscJiliiL^ (12) clckirisch niit dem zweiten Sok- 
kcIanschliiU » I4> scrbindci, 

11. Kalibricrvcrlahrcn nach Anspruch 10, wobei der 10 
Prursij:nal-l{rraNsiini!sschrin Iblgcnde Schritte umfaBt: 
cincn Vcrj-^lcuiKT-l-rlassungsschrilU bei dem der Ver- 
glcichcr lias lYcibcr ausgcgebene und durch die 
Kurz-schlutSplaiiric ilOlii gclcilcle Prufsignal erfaBt; 
und 15 
cincn Kclcrcn//cn-liinMcllschriit, bei dem als Refe- 
rcn/./.cii /.uin Pmlcn tkrr Malblciicranordnung (20) fur 
den Vcrglcichcr cm VVcri cinj:cslclll wird, der auf der 
CJrundlagc cincr /cii»lill jrcn/ /.wischen einer Refe- 
rcn/./.cil. die cine \»»-v'ewh'icbcnc /citverschiebung 20 
iicj^cniibcr dcn» IVutM-^'n^M r/cu^ungsschritt hat, und 
cincr /cii, /.u tier iLin '*rijl ML'na! iiii Vcrgleicher-Erfas- 
sungsschrili cn.il'»i vkir.l. i:cvk.»fincn wird. 

12. Kaiibricrxcrtahrcn /utu Kalihricrcn ciner Verar- 
bcilungs/.cii cincr I UIMcncf jf u.ciiiriclilung iiiit einem 25 
Sockcl (50). Wi>f»ci cm cr>.icr .S« vkclanschluB (12) aus- 
gcbildct isl. cincr Iljiblci cfuf». «f timing (20) ein Prufsi- 
gnal zuzuTuhrcn. ucnn *'k- Ilalhlciicranordnung (20) 
auf der TTalblciicn^'utcinn^ htim^: r.H>nticrt ist, und ein 
/.wciicr S<x:kclanwhKiO 14) cm cicklrisches Signal 30 
von der Tlalblciicran«»filiuifti: (20i cnipfangt, femer mil 
cincn I 'IVcibcr (7ft). »Ur .l-i^ lYatsignjI an den ersten 
SockclaiiscIiluB itZ) juxjjrv. uikI cinciii Vergleicher 
(80), der voin /.wciicn .V v WcLiPNchluU (14) ein Signal 

efti|«ifi^'Wrri^^ --^^s 

cine in Moniagcschnii. Ki »k-iii auT licn Sockel (50) 
cine Kur/schluBplaiirv dOfit mil ciner KurzschluB- 
bahn (46) moniicn wir.l. »:ic *k n crMcn SockelanschluB 
(12) elcklrisch mil dent /uciicn SivkclanschluB (14) 
verbindci: 40 
cineni Prulsignal-Aus;:.ilvN^hiiii. Ivi dcni das Prufsi- 
gnal vom 'IVcibcr (76i au- ccjrcK'n wir*!; 
einem Priifsignal-McMwhnit. K-i ticni ini Vergleicher 
das Prufsignal gcnicsM.-n u ink das vom Treiber (76) 
ausgcgebcn und durch die Kur/>ehluBplatine (lOB) ge- 45 
leilel worden ist; un^l 

einem Refcrcn/yrii-MinvJclKlinii. hci dem als Refe- 
renzzeil zum Prufen ik.*r Ilalhlciicranordnung (20) fur 
den Vergleicher ein Wen etfi>:e%ielli wird, der auf der 
Grundlagc ciner /A:iuliltciv »/ /wischen ciner Refe- 50 
renzzeit, die cine vi^ryev4-h'u-K'rK.» '/riivcrschiebung 
gegeniiber dem PrufsiL*nal- Aii^j;abcsehriii hat, und ei- 
ner Zeit, zu der das IVulvp^-rul im IViilsignal-MeB- 
schritt geniessen wird. ge\A*Hincn wirtl. 

13. Kalibriervcriahrcn na».fi Anspruch 12. wobei die 55 
Halbleiterpruteinrichiun«; cine Mchr/.ahl von Treibem 
(76A, 76B, . . .) und cine Mchr/.ahl von Vcrgleichem 
(80A, 80B, . . .) autVciM. iter S<x:kcl (50) eine der 
Mehrzahl von Treibem (7ft A, 7ft!i. . . .) entsprechende 
Mehrzahl von ersten .SivkelanNchliisscn (12) und eine 60 
der Mehrzahl von Vcrglcieliem i80A, 80B, , , .) ent- 
sprechende Mehrzahl von /weiicn Swkclanschlussen 
(14) aufweist und die Kur/schUibplalinc (I OB) eine 
Mehrzahl von Kurzschlut>hahncn (46) auiwcisi, diedie 
Mehrzahl von ersten SockcLnNchliisscn (12) mit jc ci- 65 
neiii zweiten SockclanschluL; (14) verbindcn, und wo- 
bei im Referenzzeil-Hinslcll>ehrin die Refcrcn/y^eit fiir 
jeden Vergleicher aus der Mchr/^ihl von Vcrgleichem 
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unabhangig voneinander eingestellt wird. 

14. Kalibrierverfahren zum Kalibrieren einer Verar- 
beitungszeit einer Halbleiterprufeinrichtung mit einem 
Treiher (76), der ein Prufsignal zum Prufen einer Halh- 
leiteranordnung (20) ausgibl, einem Vergleicher (80), 
der von der Halbleiteranordnung (20) ein elekudsches 
Signal empfangt, einem Sockel (50), der ausgebildel 
ist, der Halbleiteranordnung (20) das Prufsignal zuzu- 
fuhren, wenn die Halbleiteranordnung (20) auf der 
Halbleiterprufeinrichtung montiert ist, mit folgenden 
Schritten: 

einem Verbindungsschritt, bei dem eine erforderliche 
Verbindung zu einem MeBgerat, das eine Signalkurve 
des Prtifsignals miBt, hergestellt wird, um das Prufsi- 
gnal Oder das elektrische Signal zuzufuhren; 
einem Signalkurven-MeBschritt, bei dem im MeBgerat 
das vom TVeiber (76) ausgegebene Prufsignal gemes- 
sen wird; 

einem Signalkurven-Beurteilungsschritt, bei dem beur- 
teilt wird, ob eine vom MeBgerat gemessene Signal- 
kurve des Priifsignals innerhalb eines vorgeschriebe- 
nen Bereichs iiegt oder nicht; und 
einem Verbindungsfehler-Meldeschritt, bei dem ge- 
meldet wird, daB eine zum MeBgerat hergestellte Ver- 
bindung fehlerhafL ist, wenn die vom MeBgerat gemes- 
sene Signalkurve auBerhalb des vorgeschriebenen Be- 
reichs liegt. 

15. Kalibrierverfahren nach Anspruch 14, wobei im 
Signalkurven-MeBschritt eine ansteigende Signalkurve 
Oder eine abfallende Signalkurve des Prufsignals ge- 
messen wird. 

16. Kalibrierverfahren nach Anspruch 14, wobei der 
Verbindung sfehler-Meldeschritt folgende Schritte um- 
faBt: 

ei^ri^ ^^>s^biMi3Hp^>M^id5g^^ 

Verbindungsschritt, der Signalkurven-MeBschritt und 
der Signalkurven-Beurteilungsschritt wiederholt wer- 
den, wenn die Signalkurve auBerhalb des vorgeschrie- 
benen Bereichs liegt; und 

einen Fehlermeldungsschritt, bei dem gemeldet wird, 
daB die zum MeBgerat hergestellte Verbindung fehler- 
haft ist, wenn die Signalkurve auBerhalb des vorge- 
schriebenen Bereichs liegt, nachdem der Verbindungs- 
schritt, der Signalkurven-MeBschritt und der Signal- 
kurven-Beurteilungsschritt eine vorgegebene Anzahl 
von Wiederholungen durchlaufen haben. 

17. Kahbrierverfahren nach Anspruch 14, wobei das 
MeBgerat auBerhalb der Halbleiterprufeinrichtung an- 
geordnet ist und eine elektrische Parameter messende 
MeBspitze (44) zur Eingabe des Prufsignals aufweist, 
und wobei der Verbindungsschritt einen Schriti umfaBt, 
bei dem eine erforderliche Verbindung hergestellt wird, 
um der elektrische Parameter messenden MeBspitze 
(44) das Prufsignal zuzufuhren. 

18. Kahbrierverfahren nach Anspruch 14, wobei das 
MeBgerat innerhalb der Halbleiterprufeinrichtung an- 
geordnet ist; und der Signalkurven-MeBschritt einen 
Schritt umfaBt. bei dem im MeBgerat gemessen wird, 
indem das vom Treiber (76) ausgegebene und vom 
Sockel (50) reflektierte Prufsignal aus dem Veigleicher 
(80) eingegeben wird. 

19. Kalibrierverfahren nach Anspruch 14, wobei das 
MeBgerat innerhalb der Halbleiterprufeinrichtung an- 
geordnet ist; und der Signalkurven-MeBschritt einen 
Schritt umfaBt, bei dem im MeBgerat cin vorgcgcbcncs 
Referenzsignal, das vom Vergleicher (80) eingegeben 
worden ist, gemessen wird. 

20. Kalibrierverfahren nach einem der Anspriiche 14 
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bis 19, wobci (icr Verbindungsschritt einen Schriii um- 
faBu bci ilcni cine Prlifplatine (10), die das Priifsignal 
cinjiibi unci das IViifsignal dem MeBgeraL zufuhrl, zur 
Kalibricriing mil dcin (VTeRgerat verbunden wird. 

21. Kalibricrvcri'ahrcn nach Anspruch 20, wobei das 5 
McBgcriii inncrhalb der Halbleilerprufeinrichtung an- 
jictTilnci isi; uml 

dcr Sijinalktirvcn-MeLSschritt einen SchriU umfaBl, bei 
ilcni ill! McLi'icrai gciiicssen wird, indem das vom Trei- 
bcr (76» aiivjc^chcnc und von der Prufplaline (10) re- lO 
llckiicric IViifsii^nal aus deiii Vergleicher (80) eingege- 
hcn u Int. 

22. Kalibricrvcrlahrcn nach einem der Anspriiche 14 
bis 21. wobci der Sij;nalkurven-Beurteilungsschriu be- 
uricili. t»h cin Niveau dcs Priifsignals wahrend eines 15 
AfiMicL'N v^ilcr Ahtalls dcs Priifsignals inncrhalb eincs 
v»'rj!cwhnchenen licrcichs liegt oder nicht. 

2.V lljlbkiicqnurcinriehiung zuni Priifcn cincs clck- 
inwltcn ParjiiicicfN eincr Halbleiteranordnung (20), 
tint l»»l>:cndcn Mcrkntalcn: 20 
CHK-ni S»vkcl i50» mil einein ersien SockelanschluB 
» 12k »k:r mil ilcr I lalbleileranordnung (20) in Kontakt 
irui iiTv! ihr cm Si^'nal /ufuhrt; 

cmcr IYu:pLiHnc i iiic cine einer AnschluBanord- 
tiiiiij; tier Hjlblciicraiionlnung (20) enisprechende An- 25 
.whhiL;,in«»rilnunp utitucist und ausgebildel ist, auf dem 
StK'kcl ntoniicn /u ucrdcn: 
cinciii Trcihcr i76j. i!cr cin Priifsignal an den ersien 
S^KkcLinsv-liUili I I2i auN^iibi; und 

cincr Ausi:jbc/cii-l*insicllcinrichlung, die ausgebildei 30 
is!. cirK* Aus^'ubc/cii. /.u der der 'Irciber (76) das Pruf- 
Ni^nal aii^iiihi, unicr Xcrucndung des Priifsignals, das 
WMii I rcitxrr (7A> au>i:c^chcn wordeii isl und die Pruf- 
plaline 1 10 J crrcicht hal. cin/.uslellen. 

24. Hulblciier|>rurcinrichiung nach Anspruch 23, wo- 3.S 
bci ilic IVulplaiinc i lOi cine Signalleiierbahn (32) zum 
Bcmhrcn ^Ics crslcn S*K:kclansehlusscs (12) und cine 
/.urSi^nallcitcrbahn (32> bcnuchbart angcordnelc Mas- 
se ttactic 1 36 ) au I'u et si . 

25. nalhlciicnuufeinrichiung nach, Anspruch 23, wo- 40 
iK'i ilie IViifplaiine (lOU) cine Signalleiierbahn (32) 
/.uni lieriihren des ersien S<x:kelanschlusses (12) und 
/.uiii Vcrbindon des ersien S<.x'kelanschlusses (12) mil 
Masse autueisi. und wobei die Ausgabezeil-Einstell- 
einrichiung die Ausgabezeil unier Verwendung dcs 45 
Priilsignals. das V4.>m Treiber (76) ausgcgeben und von 
der Priifplaiinc (10) retlekliert worden isl, einslelll. 

2(). Halhleiierprufeinrichiung nach Anspruch 23, wo- 
bei die Priifplaiinc (10) einen PriifanschluB (30) auf- 
wcisl, tier den ersien S^vkclanschluB (12) bcriihrt und 50 
cine lungangsinipcdan/ hal, die mil cincr Eingangsini- 
pedan/. eines AnschluL^bcins (22) der Halbleiteranord- 
nung (20) ubereinsiimmi. 

27. Ilalbleiierprufeinrichiung nach Anspruch 23, wo- 
bei die Ilalbleilerprijieinrichlung lemer eine Verzoge- 55 
rungsschahung (78) aufweisi, die dcin Priifsignal cine 
gewiinschle Verzogerung gibi; und 

die Ausgabczeil-liinslelleinrichiung eine Erzcugungs- 
einrichlung zuni Ausjicben dcs Priifsignals und zum 
lirzcugcn cincs vorgegcbcncn Refcrcnzsignals auf- 60 
wcisi, und die Ausgabezcit-liinslcllcinrichlung die 
Ausgabczcil einslelll, indcni cin Bcirag der von der 
Verzogerungsschaliung (78) bcwirklcn Verzogerung 
eingesielli wird. 

28. Ilalbleiierprufeinrichiung nach Anspruch 24, wo- 65 
bei die Ilalbleiierprufeinrichiung ferncr eine Mchrzahl 
von Treibem (76) und eine der Mchrzahl von Treibem 
(76) enisprechende Mchrzahl von Verzogerungsschal- 



lungen (78) aufweisi; 

der Sockel (50) eine der Mehrzahl von Treibem (76) 
enisprechende Mehrzahl von ersien Sockelanschlussen 
(12) aufweisi; und 

die Priifplaiinc (10) eine der Mehrzahl von ersien Sok- 
kelanschliissen (12) enisprechende Mehrzahl von Si- 
gnal lei terbahnen (32) aufweisi. 

29. Halbleilerpriifeinrichtung nach Anspruch 28, wo- 
bei ein kOrzesier Absiand zwischen jeder der mehreren 
Signalleiterbahnen (32) und der Masseflache (36) inn 
wesenllichen gleich isl. 

30. Halbleilerprufeinrichtung nach Anspruch 23, wo- 
bei der Sockel (50) ferner einen zweilen Sockelan- 
schluB (14) aufweisi, der einen Kontakl zur Halbleiler- 
anordnung (20) bildel und ein elekirisches Signal aus 
der Halbleiteranordnung (20) empf^gt, 

und wobei die Halbleilerpriifeinrichtung ferner eine 
KurzschluBplalinc (lOB) mil cincr KurzschluBbahn 
(46), die den ersien SockelanschluB (12) eleklrisch mil 
dem zweilen SockelanschluB (14) verbindet, und einen 
Vergleicher (80) zum Messen des Priifsignals, das vom 
Treiber (76) ausgegeben und durch die KurzschluBpla- 
linc (lOB) geleitet worden isl, aufweist. 

31. Halbleiterprufeinrichlung nach Anspruch 30, wo- 
bei die Halb lei Lerpriifeinrich lung femer eine Referenz- 
zeit-Einslelleinrichiung aufweist, in der als Referenz- 
zeit zum Priifen der Halbleiteranordnung (20) fiir den 
Vergleicher ein Wert eingestellt wird, der auf der 
Grundlage einer Zeitspanne zwischen einem Referenz- 
zeiipunki, der eine vorgeschriebene 2^itverschiebung 
gegeniiber der Priifsignalausgabe hat, und einem Zeit- 
punkt, zu dem das Priifsignal im Vergleicher gemessen 
wird, gewonnen wird. 

32. Halbleilerpriifeinrichtung nach Anspruch 31, wo- 
bei die Halbleilerpriifeinrichtung eine Mehrzahl von 
Treibem (76) der genannten Art und eine Mehrzahl von 
Vergleichem (80) der genannten Art aufweist, der Sok- 
kel (50) eine der Mehrzahl von Treibem (76) enispre- 
chende Mehrzahl von ersten Sockelanschliissen (12) 
und eine der Mehrzahl von Vergleichem (80) enispre- 
chende Melirzahl von zweiten Sockelanschlussen (14) 
aufweist, und die KurzschluBplatine (lOB) eine Mehr- 
zahl von KurzschluBbahnen (46) aufweisi, die die 
Mehrzahl von ersten, Sockelanschlussen (12) mil Je ei- 
nem der zweiten Sockelanschliisse (14) verbinden, 
und wobei in der Referenzzeil-Einstelleinrichtung die 
Referenzzeii fur jeden aus der Mehrzahl von Verglei- 
chem unabhangig voneinander eingestellt wird. 

33. Halbleilerprufeinrichtung nach Anspruch 23, wo- 
bei die Halbleilerpriifeinrichtung femer folgende 
Merkmale aufweist: 

eine Mehrzahl von Sockeln (50) der genannten Art; 
eine der Mehrzahl von Sockeln (50) enisprechende 
Mehrzahl von Priifplalinen (10); 

einen Rah men (100), der eine Mehrzahl von Priifplali- 
nen (10) zusammen halt; 

und wobei derRahmen, (100) eine Fiihrungsanordnung 
aufweist, die es ermoglicht. jede der Priifplalinen (10) 
in eine zugehorige gewiinschte Position zu verschie- 
ben, sobald der Rahmen (100) in einer vorgeschriebe- 
nen Lage auf der Halbleilerprufeinrichtung montiert 
wird. 

34. Halbleilerpriifeinrichtung zum Priifen eines elek- 
irischen Parameters einer Halbleiteranordnung (20), 
mil folgcndcn Merkmalcn: 

einem Sockel (50) mil einem ersten SockelanschluB 
(12), der mil der Halbleiteranordnung (20) in Kontakt 
trill und ihr ein Signal zufuhrl, und einem zweiten Sok- 
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kelanschluB (14), der mil der Halbleiteranordnung (20) 
in Kontaki trill und von ihr ein Signal empfangt; 
eineni Trcibcr (76), der ein Prufsignal an den ersten 
SockelanschluR (12) ausgibt ; 

einer KurzschluBplatine (lOB), die den ersten Sockel- 5 
anschluB (12) clckirisch mil dein zweiten Scxrkelan- 
schluB (14) vcrbindel; 

einen Verglcichcr (80), der ein aus dem zweiten Sok- 
kelanschluB (14) cingegebenes Signal empfangt; 
eincr Prufsignal-Erfassungseinrichlung, die im Verglei- 10 
cher (80) das Prufsignal erfaBt, das vom Treiber (76) 
ausgegcben und durch die KurzschluBplatine (lOB) ge- 
leitet wordcn ist; und 

einer Rcfcrenzzcit-Einstelleinrichtung, in der als Refe- 
renzzeii zuiii Prufen der Halbleiteranordnung (20) fur 15 
den Vergleichcr ein Wert eingestellt wird, der auf der 
Grundlage cincr Zeitdifferenz zwischen einem Refe- 
rcnzzcitpunkt, der cine vorgcschricbcnc Zcit verse hic- 
bung gegen liber einer Ausgabe des vom Treiber (76) 
ausgegebencn Priifsignais hau und einem Zeitpunkt, zu 20 
dem der Verglcichcr das l^iifsignal erfaBt hat, gewon- 
nen wird. 

35. Halbleiierpriifcinrichlung nach Anspruch 34, wo- 
bei die Halblcilcrprufcinrichtung eine Mehrzahl von 
Treibern (76) der gcnannlcn An und eine Mehrzahl von 25 
Vergleichem (80) der gcnannten Art aufweist, der Sok- 
kel (50) eine der Mehrzahl von Treibern (76) entspre- 
chende Mehrzahl von ersten Sockelanschliissen (12) 
und eine der Mehrzahl von Vergleichem (80) entspre- 
chende Mehrzahl von zweiten Sockelanschlussen (14) 30 
aufweist, und die KurzschluBplatine (lOB) eine Mehr- 
zahl von KurzschluBbahnen (46) aufweist, die die 
Mehrzahl von erslen Sockelanschliissen (12) mit je ei- 
nem der zweiten Sockclanschlusse (14) verbinden, 

Referenzzeit fur jeden aus der Mehrzahl von Verglei- 
chem unabhangig voneinandcr eingestellt wird. 

36. Halbleiterprufeinrichiung nach Anspmch 34, wo- 
bei die Halbleiterprufeinrichiung femer folgende 
Merkniale aufweist: ^ 
eine Mehrzahl von Sockein (50) der genannten Art; 

eine der Mehrzahl von Sockein (50) entsprechende 
Mehrzahl von KurzschhiBplalinen (lOB) der genannten 
Art; 

einen Rahmen (100), der cine Mehrzahl von Kurz- 45 
schluBplatinen (lOB) zusaminen halt; 
und wobei der Rahnien (100) eine Fuhrungsanordnung 
aufweist, die es ennoglichl, jede der KurzschiuBplati- 
nen (lOB) in eine zugchorigc gewunschte Position zu 
verschieben, sobald der Rahnicn (100) in vorgeschrie- 50 
bener Lage niontiert wird. 

Hierzu 26 Seite(n) Zeichnungen 
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